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01   ROHM Power Device Catalog

革 新 的 な パ ワ ー デ バ イ ス の 開 発 を 通 じ て

持 続 可 能 な 世 界 の 実 現 に 貢 献 し ま す 。

For a sustainable world



ROHM Power Device Catalog   02

P05-07

P08

P09-10

P13

P14

P23

P24

P25

P26

P15

P16

P17-20

ファストリカバリダイオード
第4世代ファストリカバリダイオード
Super Junction MOSFET

P21

P22

IGBT-IPM

MOS-IPM

絶縁素子内蔵ゲートドライバ
SiC MOSFET内蔵AC-DCコンバータIC

SiC評価ボード

生産体制

SiC開発の歴史

主要拠点

P29-30

P31-32

P33-34

ROHM Solution Simulator

P27-28シャント抵抗器 

電流検出用抵抗器

高耐圧ディスクリート

IPM 

SiCデバイス周辺IC

SiCパワーデバイス

INDEX

SiC MOSFET

フルSiCパワーモジュール
SiC ショットキーバリアダイオード

Ignition IGBT

Field Stop Trench IGBT

IGBT 

P11

P12

GaNパワーデバイス

GaN パワーデバイス
ロームのEcoGaNTMデバイス



03   ROHM Power Device Catalog

シリコンとの
物性比較

SiCデバイスはセットの小型化や省エネに貢献
世界各国が「カーボンニュートラル」の目標に向かって様々な取り組みを行なっている中で、

電気エネルギー利用機器の省エネ化や高効率化が大きな課題になっています。

特に化石燃料を使うエンジン車からモータ駆動するEV（電気自動車）への切り替えや、

デジタルトランスフォーメーション（DX）の進化を支える5G通信基地局やデータサーバ、

技術革新が活発な産業機器などで、より省電力なシステムづくりが迫られています。

電気エネルギーを利用する際には様々な電力変換が重ねられ、その変換効率に焦点が

向けられています。その中で劇的な省エネルギー化と高効率化ができる

SiCデバイスが注目されています。ロームは、業界でもいち早く

SiCパワーデバイスの量産化と安定供給に取り組み、

その革新的な技術とパワーデバイス製品で省エネシステムを実現し、

地球規模の社会課題の解決に貢献していきます。

Breakdown Electric Field
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SiCのバンドギャップが大きいもう一つのメリットは、高温での動作です。

一般のSiでの動作限界温度が150℃であることに対してSiCは200℃以上でも動作することができます。

これにより、システムの放熱設計や熱に関する安全性の考え方に革新をもたらします。

例えば、EV のインホイールモータ内へのデバイス組込みや

インバータユニット、その冷却システムのダウンサイジングを可能にします。

SiCは高電圧を高速でスイッチングすることができます。

このことは、スイッチングレギュレータ回路を構成する

インダクタやコンデンサのインピーダンスを小さくできます。

すなわち小型の部品で構成できるため、システムの小型化ができるメリットがあります。

高耐圧 低損失

耐熱性

高効率 省エネ

高温環境下でも安定動作

周辺回路の小型化

高周波駆動

SiC（シリコンカーバイド）半導体はSi半導体と比べバンドギャップが大きく、

そのためSi半導体の10倍以上の絶縁破壊電界強度をもっています。

Si-MOSFETが1,000Vまでの動作に対して、SiC MOSFETは3,000Vの高電圧でも

動作することができます。また、SiC MOSFETは高電圧下でもオン抵抗を

低くできることに加えてターンオン・ターンオフ損失が少ないことが特長です。

まさに高効率、省エネ化に最適なデバイスになります。

SiCパワーデバイス SiC Power Devices

電動車両
（ハイブリッド車や電気自動車など）

冷却機構の小型化・
軽量化をしたい
電費を向上させたい

太陽電池
パワー・コンディショナーの
効率を上げたい

サーバ機
電力損失低減によって
データセンターの
消費電力を削減したい

業務用・家庭用エアコン
地球環境で最もエネルギーを
使用していると言われる
業務用・家庭用エアコンを
省エネ化したい

産業機器
電力損失の低減や
小型化・高性能化を
図りたい

EV充電ステーション
出力をあげ、短時間で充電したい
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■ ターンオフ特性（1,200V品での比較）

電
流（

A
）

時間（nsec.）

50 100 150 200 250 300 350 400 4500

VDD=400V
Rg=5.6Ω

スイッチング損失
最大90%削減 !

Si-IGBT

SiC MOSFET
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ン
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抗（
Ω
）

温度（℃）

Si-MOSFET

Si-Super Junction
MOSFET

SiC MOSFET
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高温でもオン抵抗が
上がりにくい

高速・低オン抵抗化を実現
シリコンデバイスでは実現不可能だった高速スイッチングと低オン抵抗を同時に実現し、高温領域においても優れた電気的特性を実現します。
スイッチング損失の大幅な低減と周辺部品の小型化、部品点数の削減に貢献します。

SiCでのトレンチ構造構築は大変難しいとされていた中で、
2008年9月にSiCトレンチ構造MOSFETを開発、2015年6月に量産を開始しました。
さらなる低オン抵抗デバイスの実現により、あらゆる機器の電力損失低減を実現します。

［プレーナ構造］
（第2世代）

［トレンチ構造］
（第3世代）

SiC N- Drift layer

SiC Sub

P
N+P+

SiC N- Drift layer

SiC Sub

P

N+

P+

Metal

Metal

Metal

Metal

より導通損失が低く、
スイッチング性能の
良いデバイスを
作成することが可能

入
力
容
量（
pF
）

オン抵抗@25℃（mΩ）

0 40 80 120 1606020 140100

オン抵抗
50％低減

同一チップサイズ比較

入力容量
35％低減

トレンチ MOSFET
40mΩ

プレーナ MOSFET
80mΩ

第2世代SiCプレーナMOSFET 第3世代SiCトレンチMOSFET

3rd
Generation 世界で始めてトレンチ構造のSiC MOSFETを開発

SiC MOSFET

Si-MOSFET

ソース

p n+ n+n-
p

ソース
ゲート

導通損失の低減

ソース ソース
ゲート

ドレイン電極

Si基板

ドレイン電極

SiC基板

耐圧絶縁
領域 p n+ n+n-

p

1
10に

薄くできる

（絶縁破壊電界強度）

SiとSiCの
物性定数の比較 0.3（MV/cm） 2.8（MV/cm）

Si SiC

高耐圧

低オン抵抗

絶縁破壊電解強度が高いため
高耐圧かつ低損失を実現

■ オン抵抗の温度特性（650V品での比較）

■ SiC MOSFET プレーナ構造と
　 トレンチ構造の性能比較

進化を続けるSiC、第3世代から第4世代へ

SiC MOSFET

SiCパワーデバイス
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3rd
Generation

4th
Generation

3rd
Generation

4th
Generation

4th
Generation

導通損失比較

SiC MOSFETvsSi-IGBT SiC MOSFETvsSi-IGBT VDSvsID

スイッチング損失比較 特性比較

IGBT+FRD IGBT+SBD Full SiC
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Err
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Eon

▲40% ▲74%

ID

700VVDS

傾き=1/Ron

一般的な
デバイス

ローム

発熱量P≒Vds*Idsat

飽和
電流
ID(sat)

低電流領域で特に大きな差
市街走行時の効率改善大

フルSiC化で、スイッチング損失を
大幅に削減

ID(sat)を減らすことができ、
短絡耐量が高い

電
流

ID
 o

r 
IC

 (
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)

電圧VDS or VCE (V)

400

300

200

100

0
0 0.5 1.51 2
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第4世代SiC MOSFETでは、ローム独自のダブルトレンチ構造をさらに進化させることにより、トラクションインバータなどで要求される短絡
耐量時間を犠牲にすることなく、従来品に比べてオン抵抗を約40%低減することに成功。SiC MOSFETとして業界トップクラス*の低オン抵抗
を実現しています。また、ゲート・ドレイン間容量（Qgd）を大幅に削減したことで、従来品に比べてスイッチング損失を約50%低減することに
成功しています。
ロームの最新第4世代SiC MOSFETは、これらの特長により、例えば車載トラクションインバータ搭載時には、IGBTと比較してインバータ
の低トルク・低回転数域を中心に効率を大幅に改善することで、6%の電費を改善（国際規格「WLTC燃費試験」で算出時）できるなど、車載イン
バータや各種スイッチング電源をはじめ様々なアプリケーションで革新的な小型化や低消費電力化に貢献します。

業界トップクラス*の低オン抵抗を実現

第4世代SiC MOSFET
独自のダブルトレンチ構造をさらに進化

近年、「カーボンニュートラル」をはじめ環境負荷低減の目標達成に
向け、次世代電動車（xEV）のさらなる普及のために、より高効率で小
型・軽量化された電動システムの開発が進められています。特に電気
自動車（EV）では、航続距離の延伸や搭載バッテリーの小型化のため
に、駆動の中核を担うトラクションインバータの高効率化が課題と
なっており、SiCパワーデバイスに大きな期待がよせられています。

市場背景と第4世代SiC MOSFET 第4世代SiC MOSFETとIGBTの電費比較
国際規格「WLTC燃費試験」で算出

*本試験ではWLTC短縮サイクル試験を1サイクル（Total）とする

市街地モード 郊外モード 高速道路モード 1サイクル
（Total）

電
費

(K
m

/k
W

h
) 電
費
改
善
率

(%
)
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2.00

4.00
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8.00

10.00

12.00

0

2

4

6

8

10

12

IGBT

第4世代SiC MOSFET

SiC電費改善率

［試験条件］
走行パターン：WLTC Class 3b
想定車両：Cセグメント EV
試験モータ：永久磁石同期モータ
 （100kW, 800V)
デバイス：SiC vs IGBT(1200V)

IGBTに対して、第4世代SiC MOSFETは電費を
市街地モードで10%改善、Totalで6%改善

*2022年3月ローム調べ

SiC MOSFETSiC Power Devices
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TO-247
(TO-247N)

TO-247-4L
〈C14〉

TO-247-4L

〈C14〉

TO-263-7L

TO-263-7L

SCT3017AL
SCT3017ALHR
SCT3022AL
SCT3022ALHR
SCT3030AL
SCT3030ALHR
SCT3060AL
SCT3060ALHR
SCT3080AL
SCT3080ALHR
SCT3120AL
SCT3022KL
SCT3022KLHR
SCT3030KL
SCT3030KLHR
SCT3040KL
SCT3040KLHR
SCT3080KL
SCT3080KLHR
SCT3105KL
SCT3105KLHR
SCT3160KL
SCT3030AR
SCT3060AR
SCT3080AR
SCT3040KR
SCT3080KR
SCT3105KR
SCT3030AW7
SCT3060AW7
SCT3080AW7
SCT3120AW7
SCT3040KW7
SCT3080KW7
SCT3105KW7
SCT3160KW7

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

650
650
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650
650

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
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650
650

1,200
1,200
1,200
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650
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1,200
1,200
1,200

118
118

93
93
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70
39
39
30
30
21
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95
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72
55
55
31
31
24
24
17
70
39
30
55
31
24
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29
21
56
30
23
17

427
427
339
339
262
262
165
165
134
134
103
427
427
339
339
262
262
165
165
134
134
103
262
165
134
262
165
134
267
159
125
100
267
159
125
100

17
17
22
22
30
30
60
60
80
80

120
22
22
30
30
40
40
80
80

105
105
160

30
60
80
40
80

105
30
60
80

120
40
80

105
160

—
YES
—

YES
—

YES
—
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—

YES
—
—

YES
—

YES
—

YES
—

YES
—

YES
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

172
172
133
133
104
104

58
58
48
48
38

178
178
131
131
107
107

60
60
51
51
42

104
58
48

107
60
51

104
58
48
38

107
60
51
42

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

極性
(ch)

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)
Typ(mΩ)

Qg
Typ(nC)品名

VGS=18V VGS=18V 駆動電圧(V)
車載対応

（AEC-Q101）パッケージ

第3世代（トレンチ構造）

TO-247

(TO-247N)

TO-247

(TO-247N)TO-3PFM

TO-3PFM

SCT2080KE
SCT2080KEHR
SCT2160KE
SCT2160KEHR
SCT2280KE
SCT2280KEHR
SCT2450KE
SCT2450KEHR
SCT2H12NZ

N
N
N
N
N
N
N
N
N

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,700

40
40
22
22
14
14
10
10
3.7

262
262
165
165
108
108

85
85
35

80
80

160
160
280
280
450
450

1,150

—
YES
—

YES
—

YES
—

YES
—

106
106

62
62
36
36
27
27
14

18
18
18
18
18
18
18
18
18

極性
(ch)

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)
Typ(mΩ)

Qg
Typ(nC)品名

VGS=18V VGS=18V 駆動電圧(V)
車載対応

（AEC-Q101）パッケージ

第2世代（プレーナ構造）

Note： パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージを〈 〉は、包装記号を示します。 ☆： 開発中

TO-247
(TO-247N)

TO-247-4L
〈C15〉

TO-263-7L

TO-247
(TO-247N)

TO-247-4L
〈C15〉

TO-247-4L

〈C15〉

TO-263-7L

SCT4013DE
SCT4026DE
SCT4045DE
SCT4018KE
SCT4036KE
SCT4062KE
SCT4013DR
SCT4026DR
SCT4045DR
SCT4018KR
SCT4036KR
SCT4062KR
SCT4013DW7
SCT4026DW7
SCT4045DW7
SCT4018KW7
SCT4036KW7
SCT4062KW7
SCT4026DEHR
SCT4045DEHR
SCT4036KEHR
SCT4062KEHR
SCT4026DRHR
SCT4045DRHR
SCT4036KRHR
SCT4062KRHR
SCT4026DW7HR
SCT4045DW7HR
SCT4036KW7HR
SCT4062KW7HR

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

750
750
750

1,200
1,200
1,200

750
750
750

1,200
1,200
1,200

750
750
750

1,200
1,200
1,200

750
750

1,200
1,200

750
750

1,200
1,200

750
750

1,200
1,200

105
56
34
81
43
26

105
56
34
81
43
26
98
51
31
75
40
24
56
34
43
26
56
34
43
26
51
31
40
24

312
176
115
312
176
115
312
176
115
312
176
115
267
150

93
267
150

93
176
115
176
115
176
115
176
115
150

93
150

93

13
26
45
18
36
62
13
26
45
18
36
62
13
26
45
18
36
62
26
45
36
62
26
45
36
62
26
45
36
62

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

170
94
63

170
91
64

170
94
63

170
91
64

170
94
63

170
91
64
94
63
91
64
94
63
91
64
94
63
91
64

15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18
15 to 18

極性
(ch)

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)
Typ(mΩ)

Qg
Typ(nC)品名

VGS=18V VGS=18V 駆動電圧(V)

車載対応
（AEC-Q101）パッケージ

第4世代（トレンチ構造）

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

3rd
Generation

2nd
Generation

4th
Generation

SiC MOSFET

SiCパワーデバイス
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BSM120C12P2C201

BSM180C12P3C202

BSM180C12P2E202

BSM300C12P3E201

BSM400C12P3G202

BSM600C12P3G201

BSM300C12P3E301

BSM180D12P2C101

BSM080D12P2C008

BSM120D12P2C005

BSM180D12P3C007

BSM180D12P2E002

BSM300D12P2E001

BSM300D12P3E005

BSM400D12P2G003

BSM400D12P3G002

BSM600D12P3G001

BSM250D17P2E004

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,700

120

180

180

300

400

600

300

180

80

120

180

180

300

300

400

400

600

250

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,400

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +175

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

VDSS
(V)

Visol(V)
AC 1min

品名
パッケージID

(A)
Tj

(˚C)
Tstg
(˚C)

絶対最大定格（Tj＝25˚C）
フルSiCパワーモジュール

C type

E type

G type

E type

C type

E type

G type

E type

■ スイッチング損失の比較

IGBT 1,200V 100A Full SiC 1,200V 100A

D
is

s
ip

a
ti
o

n
 p

e
r 

A
rm

(W
)

Carrier Frequency = 20kHz

0

50

100

200

150

Switching
loss

Conduction
loss

Si-IGBTと比較し、
スイッチング損失
約80%削減

G1

G2

D1

S2
SS2

SS1
S1D2

Thermistor for

temperature 

monitoring

(BSM300D12P2E001 only)

SiC MOSFET

SiC MOSFET SiC SBD

SiC SBD

■ 内部回路例（ハーフブリッジ回路）

E type

G type

C type

スイッチング損失を最大80％低減
SiCデバイスを用い、低サージノイズのパワーモジュールを開発。SiCの高速性能を最大限に引き出します。
Si-IGBTと比較してスイッチング損失を大幅に低減できます。
第3世代SiC MOSFETの使用により、より大電流定格仕様の“フルSiC”パワーモジュール製品を展開します。

SiC Power Modules

フルSiCパワーモジュール

SiC Power Devices SiC MOSFET Full SiC Power Modules

昇降圧チョッパータイプ

ハーフブリッジタイプ
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12

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6
100

時間（nsec.）

200

SiC SBD

Si FRD

電
流（

A
） スイッチング損失

約60％低減

VR=400V
di/dt=350A/μsec.

ロームはデバイスプロセスの改善を継続し、世代変化に伴い低VFを実施しています

10

4 

0 0.5 1 1.5 2 

VF(V)  

IF
(A

) 

■ 世代進化とともに低VF化を実現

8 

6 

2 

第3世代
SCS310AHG

■ 低VF・高サージ電流耐量

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

VF@10A(V)

IF
S

M
@

 1
0
m

s
e
c
.(
A

)

ROHM 3G
Low VF and High IFSM

ROHM

2G SBD

SCS210A

Low VF    

ROHM

1G SBD

SCS110A 

他社特性

(650V/10A)(Ta=150˚C)

電気/ハイブリッド自動車内に
搭載されている充電回路にはロームの
SiC SBD製品が数多く採用されています。

ロームは車載グレード(AEC-Q101対応)の製品をラインアップ

PFC Boost Diode

SiC SBD 650V

Secondary Side
Rectification

SiC SBD 1,200V

■ 車載充電回路例

スイッチング損失を大幅に低減  
PFC回路やインバータ用途に最適なSiCを用いたSBDを開発。
Si FRD（ファストリカバリダイオード）では実現できなかった
極短の逆回復時間（trr）により、高速スイッチングが可能です。
逆回復電荷量（Qrr）が小さいため、スイッチング損失を低減、
機器の小型化に貢献します。

■ スイッチング波形（600V/10A品）

第2世代

第1世代

SiCショットキーバリアダイオード

SiCパワーデバイス
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SCS206AJ

SCS208AJ

SCS210AJ

SCS212AJ

SCS215AJ

SCS220AJ

SCS206AJHR

SCS208AJHR

SCS210AJHR

SCS212AJHR

SCS215AJHR

SCS220AJHR

SCS302AJ

SCS304AJ

SCS306AJ

SCS308AJ

SCS310AJ

SCS312AJ

SCS315AJ

SCS320AJ

SCS302AH

SCS304AH

SCS306AH

SCS308AH

SCS310AH

SCS312AH

SCS315AH

SCS320AH

SCS304AM

SCS306AM

SCS308AM

SCS310AM

SCS312AM

SCS315AM

SCS320AM

SCS220AE2

SCS230AE2

SCS240AE2

SCS220AE2HR

SCS230AE2HR

SCS240AE2HR

SCS206AG

SCS208AG

SCS210AG

SCS212AG

SCS215AG

SCS220AG

SCS210KE2

SCS220KE2

SCS230KE2

SCS240KE2

SCS210KE2HR

SCS220KE2HR

SCS230KE2HR

SCS240KE2HR

SCS205KG

SCS210KG

SCS215KG

SCS220KG

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

23

30

38

43

52

68

23

30

38

43

52

68

19

27

47

67

82

96

112

123

19

27

47

67

82

96

112

123

27

47

67

82

96

112

123

38/76*1

52/104*1

67/130*1

38/76*1

52/104*1

67/130*1

23

30

38

43

52

68

22/45*1

42/84*1

62/120*1

78/150*1

22/45*1

42/84*1

62/120*1

78/150*1

23

42

62

79

6

8

10

12

15

20

6

8

10

12

15

20

2.15

4

6

8

10

12

15

20

2.15

4

6

8

10

12

15

20

4

6

8

10

12

15

20

10/20*1

15/30*1

20/40*1

10/20*1

15/30*1

20/40*1

6

8

10

12

15

20

  5/10*1

10/20*1

15/30*1

20/40*1

  5/10*1

10/20*1

15/30*1

20/40*1

5

10

15

20

6

8

10

12

15

20

6

8

10

12

15

20

2.15

4

6

8

10

12

15

20

2

4

6

8

10

12

15

20

4

6

8

10

12

15

20

10

15

20

10

15

20

6

8

10

12

15

20

5

10

15

20

5

10

15

20

5

10

15

20

120

160

200

240

300

400

120

160

200

240

300

400

10.8

20

30

40

50

60

75

100

10.8

20

30

40

50

60

75

100

20

30

40

50

60

75

100

200

300

400

200

300

400

120

160

200

240

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

100

200

300

400

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

VRM
(V)

VR
(V) IF(A)

品名 パッケージ 等価回路図IF
(A)

IFSM(A)
10ms

VF(V)
Typ

IR(μA)
Max

—

—

—

—

—

—

YES

YES

YES

YES

YES

YES

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

YES

YES

YES

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

YES

YES

YES

YES

—

—

—

—

車載対応
（AEC-
Q101）VR(V)

絶対最大定格（Tj＝25˚C） 電気的特性（Tj＝25˚C）
SiCショットキーバリアダイオード

TO-263AB

(LPTL)

TO-263AB

(LPTL)

TO-220AC

(TO-220ACP)

TO-220AC

(TO-220ACP)

TO-220FM

TO-220FM

TO-247

(TO-247N)

TO-247

(TO-247N)

TO-220ACG

TO-247

(TO-247N)

TO-220ACG

TO-220ACG

Note： パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージを示します。 *1 (1端子/パッケージ)

SiC Schottky Barrier Diodes

SiC Power Devices SiC Schottky Barrier Diodes
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パワーデバイスのアプリケーション領域を拡大
パワーデバイスは素材・素子構造によって、得意とする電力容量・動作周波数帯が異なります。
ロームのSiC MOSFETとGaN HEMTは、省エネ、小型化を実現するための最先端デバイスであり、特にGaN HEMTは、高周波
特性を示すCutoff周波数(fT)が高く、電子の移動度もそのバンドギャップエネルギーの観点から大きくとれるので、中耐圧領域での
高周波動作に優れるデバイスとして有用です。ロームは、この特性に優れた、150V耐圧GaN HEMTの開発に着手しました。

半導体特性比較
GaNはSiCと同じく、パワーデバイスに活用する際、
大きな潜在能力を秘めた材料です。

パワーデバイス性能比較（650V電圧耐での比較）
特に高速スイッチング特性に優れているため、Si-MOSFETでは
実現できない高速動作でシステムの高性能化に貢献できます。

Si SJ MOSFET SiC MOSFET GaN HEMT

耐圧範囲

大電流対応

高速スイッチング特性

Ron･Qg*1

スイッチング損失

600V～数kV

○

○

0.63

0.2

～650V

△

◎

0.05

0.1

500V～1kV

○

△

1*2

1*2

*1 スイッチングの性能を表す指数。低い方がスイッチング性能が優れている。 
*2 Si SJ MOSETのRon･Qgとスイッチング損失を1とする。

1.12

11.7

0.3

1

1,350

1.5

3.2

9.66

3

2

720

4.5

3.4

8.9

3.3

2.5

900

2～3

Si 4H-SiC GaN

バンドギャップ(eV)

比誘電率

絶縁破壊電界(MV/cm)

電子飽和速度(107 cm/s)

バルク中の電子移動度(cm2/Vs)

熱伝導率(W/cm・K)

GaN（Gallium Nitride: 窒化ガリウム)

ワイドバンドギャップ
●電子飽和速度が高い

●●絶縁破壊電界が大きい

HEMT
＝化合物半導体素材の一種 ＝トランジスタ素子構造の一種

High Electron Mobility Transistor：
高電子移動度トランジスタ

Power
Devices

GaNパワーデバイス

SiCパワーデバイスのパイオニアメーカーから、
GaNパワーデバイスをラインアップ

EcoGaNTMデバイス（GaN HEMT）

条件
ハーフブリッジ回路トポロジー
VIN=48, VOUT=12V, fsw=1MHz

100k

1k

10

10M

10 100 1,000

周波数
(kHz)

電力容量 (VA)

SiC MOSFETSiC MOSFETIGBTIGBT

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

開発中

600V耐圧600V耐圧

150V耐圧150V耐圧

GaN HEMTGaN HEMTGaN HEMT
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Si-MOSFETと比べて
スイッチング損失を大幅に削減
ロームのEcoGaNTMデバイス（GaN HEMT）はスイッチング時のRon・Qg

が、Si-MOSFETの1/20でスイッチできます。そのためスイッチング時の
損失を大幅に削減できます。

１MHz高速スイッチングの
DC/DC電源回路でも高効率を実現
発振周波数が非常に高い構成にしても、スイッチング損失を大幅に抑え
ることができ、小型のコイルやコンデンサで高効率変換が実現できる
ため、システムの小型化が可能になります。

ロームの
EcoGaNTMデバイス
（GaN HEMT）は
ゲート耐圧を
大幅にアップ

DFN5060

GNE1040TB

GNE1015TB

GNE1007TB

10

55

80

40

15

7

2.0

4.9

10.2

DFN5060
(5.0×6.0×1.0)

150 8

品名
ドレイン・
ソース間電圧

VDS(V)

ドレイン・
ソース間電流
IDS(A)Tc=25˚C

ドレイン・
ソース間オン抵抗

RDS(on)(mΩ)
ゲート送電荷量

Qg(nC)
パッケージ

(mm)
ゲート・

ソース間電圧
VGS(V)

EcoGaNTMデバイス（GaN HEMT）製品ラインアップ

☆

☆

アプリケーション

10V

8V

6V

4V

2V

0V

–2V

–4V

● データセンターや基地局などの48V入力降圧コンバータ回路

● 基地局パワーアンプ部の昇圧コンバータ回路

● LiDAR駆動回路、ポータブル機器向けワイヤレス給電回路

● D級オーディオアンプ

データセンター 基地局 ドローン（LiDAR）

☆： 開発中

*「Eco GaNTM」は、ローム株式会社の商標または登録商標です

2 0 0 V以下での一般の
GaN HEMTと比べゲート
耐圧を8Vで開発したため
GaNデバイス特有のゲート
耐圧で起こる劣化や破壊
を防げるためシステムの
信頼性や安全設計に貢献
します。

GaN Power Devices

GaN HEMT Devices

ロームのEcoGaNTMデバイス
（GaN HEMT）

ROHM EcoGaNTM Devices

ゲート･ソース定格電圧比較

*Si-MOSFETの損失を1とする

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

導通損失

スイッチング損失

損
失
割
合

Si-MOSFET

スイッチング損失比較

EcoGaNTMデバイス
（GaN HEMT）

スイッチング損失

約65％減

オーバーシュート電圧に対する
電圧マージンを増やしたことで 
電源回路の効率を最大限引き出す
高速スイッチングを実現

EcoGaNTM

デバイス
（GaN HEMT）
「GNE10xxTB」
VGS定格： 8V

ゲート
駆動電圧
5V

一般品 
GaN HEMT
VGS定格： 6V

EcoGaNTMデバイス
（GaN HEMT）
「GNE10xxTB」 

一般品 GaN HEMT

8

7

6

5

V G
S(V

)

電圧マージン

3倍

電圧マージン
1V

電圧マージン
3V

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88
0 1 2 3 4

効
率（
％
）

出力電流（A）

EcoGaNTMデバイス（GaN HEMT）EcoGaNTMデバイス（GaN HEMT）

条件
ハーフブリッジ回路トポロジー
VIN=48, VOUT=12V, fsw=1MHz

条件
ハーフブリッジ回路トポロジー
VIN=48, VOUT=12V, fsw=1MHz

1MHzの高周波帯でも
96.5％以上の
電源効率を実現

オーバーシュート電圧

5060

SiC MOSFETIGBT

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

600V耐圧

150V耐圧

GaN HEMT
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Ex. Automotive Ignition Coil Drive

ECU

Battery

Spark plug

Ignition Timing Signal

Boost coil

IGBT

■ 回路図

Ignition IGBT

Note ： パッケージはJEDEC表記です。（　）内はROHMパッケージを示します。 

低VCE(sat)、高アバランシェ耐性を両立させた、車載イグニッション用途に最適な高信頼性製品

品名 パッケージ 内部回路図VCES

(V)
VGES

(V)
IC

(A)
PD

(W)
Eas

(mj)
VCE(sat)
Typ
(V)

RGPZ10BM40FH

RGPZ30BM56HR

RGPR10BM40FH

RGPR20BM36HR

RGPR20NS43HR

RGPR20NL43HR

RGPR30BM56HR

RGPR30BM40HR

RGPR30NS40HR

RGPR50NL45HRB

☆

☆

☆

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

430±30

560±30

430±30

360±30

430±30

430±30

560±30

400±30

400±30

450±30

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

20

30

20

20

20

20

30

30

30

45

107

166

107

107

107

107

166

125

125

187

250

300

250

250

250

250

300

300

300

500

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

車載対応
AEC-Q101

TO-252

TO-263S
(LPDS)

TO-263S
(LPDS)

TO-252

TO-252

TO-263L
(LPDL)

TO-263S
(LPDS)

TO-263L
(LPDL)

TO-263L
(LPDL)

● 飽和電圧とアバランシェ耐量のトレードオフ改善により業界最高クラス*の高効率

● Gate保護ダイオード内蔵

● Gate抵抗/Gate-Emitter間抵抗（オプション）

● AEC-Q101対応

特 長

☆： 開発中

*2022年3月ローム調べ

TO 263L

Ignition IGBT

IGBT 幅広い高電圧・大電流アプリケーションの高効率化と省エネルギー化に貢献絶縁ゲートバイポーラ
トランジスタ

Ignition IGBT
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Field Stop Trench IGBT早見表
標準品

短絡耐量保証品

シリーズ VCES
(V)

IC
(A)

パッケージ

TO-247N TO-247GE TO-3PFM
IGBTシングル ダイオード内蔵* IGBTシングル FRD内蔵 IGBTシングル FRD内蔵

RGTH series
(High speed 
switching)

650

20 RGTH40TS65 RGTH40TS65D RGTH40TK65 RGTH40TK65D
25 RGTH50TS65 RGTH50TS65D RGTH50TK65 RGTH50TK65D
30 RGTH60TS65 RGTH60TS65D RGTH60TK65 RGTH60TK65D
40 RGTH80TS65 RGTH80TS65D RGTH80TK65 RGTH80TK65D
50 RGTH00TS65 RGTH00TS65D RGTH00TK65 RGTH00TK65D

RGW series
(High speed

fast switching)
650

20 RGW40TS65 RGW40TS65D RGW40TK65 RGW40TK65D
25 RGW50TS65 RGW50TS65D RGW50TK65 RGW50TK65D

30
RGW60TS65
RGW60TS65HR

RGW60TS65D
RGW60TS65DHR
RGW60TS65EHR

RGW60TK65 RGW60TK65D

39 RGW60TS65CHR

40
RGW80TS65
RGW80TS65HR

RGW80TS65D
RGW80TS65DHR
RGW80TS65EHR

RGW80TK65 RGW80TK65D
RGW80TK65E

48 RGW80TS65CHR

50
RGW00TS65
RGW00TS65HR

RGW00TS65D
RGW00TS65DHR
RGW00TS65EHR

RGW00TK65 RGW00TK65D

58 RGW00TS65CHR

75
RGWX5TS65
RGWX5TS65HR

RGWX5TS65D
RGWX5TS65DHR
RGWX5TS65EHR

RGCL series
(Low VCE (sat))

600
30 RGCL60TS60 RGCL60TS60D RGCL60TK60 RGCL60TK60D
40 RGCL80TS60 RGCL80TS60D RGCL80TK60 RGCL80TK60D

RGC series
(RC-IGBT)

1,800 40 RGC80TSX8R

Note1 ： パッケージはJEDEC表記です。
Note2 ： *RGW60TS65CHR, RGW80TS65CHR, RGW00TS65CHRは、SiCショットキーバリアダイオードを、それ以外はファストリカバリダイオードを内蔵しています。

シリーズ VCES
(V)

IC
(A)

パッケージ

TO-252 TO-263S（LPDS）/
TO-262 TO-263L（LPDL） TO-220NFM TO-247N TO-3PFM

FRD内蔵 FRD内蔵 IGBTシングル FRD内蔵 FRD内蔵 IGBTシングル FRD内蔵 IGBTシングル FRD内蔵

RGTV series
(tsc 2µsec Min)

650

30 RGTV60TS65 RGTV60TS65D RGTV60TK65 RGTV60TK65D
40 RGTV80TS65 RGTV80TS65D RGTV80TK65 RGTV80TK65D
50 RGTV00TS65 RGTV00TS65D RGTV00TK65 RGTV00TK65D
60 RGTVX2TS65 RGTVX2TS65D
80 RGTVX6TS65 RGTVX6TS65D

RGT series
(tsc 5µsec Min)

650

4 RGT8BM65D RGT8NS65D RGT8NL65D RGT8TM65D
8 RGT16BM65D RGT16NS65D RGT16NL65D RGT16TM65D
10 RGT20NS65D RGT20NL65 RGT20NL65D RGT20TM65D
15 RGT30NS65D RGT30NL65D RGT30TM65D
20 RGT40NS65D RGT40NL65D RGT40TM65D RGT40TS65D
25 RGT50NS65D RGT50NL65D RGT50TM65D RGT50TS65D
30 RGT60TS65D
40 RGT80TS65D
50 RGT00TS65D

RGS series
(tsc 8µsec Min)

650

30 RGS60TS65HR RGS60TS65DHR
40 RGS80TS65HR RGS80TS65DHR

50 RGS00TS65HR
RGS00TS65DHR
RGSX5TS65DHR
RGS00TS65EHR

75 RGSX5TS65HR RGSX5TS65E
RGSX5TS65EHR

RGS series
(tsc 10µsec Min)

1,200

15
RGS30TSX2HR
RGS30TSX2

RGS30TSX2DHR
RGS30TSX2D

25
RGS50TSX2HR
RGS50TSX2

RGS50TSX2DHR
RGS50TSX2D

40
RGS80TSX2HR
RGS80TSX2

RGS80TSX2DHR
RGS80TSX2D

Note ： パッケージはJEDEC表記です。（　）内はROHMパッケージを示します。 

ロームのトレンチゲート、薄ウエハ技術により
低VCE（sat）、低スイッチング損失を実現

● 低VCE（sat） & 低スイッチング損失

● 用途に応じて様々なラインアップを用意

● AEC-Q101対応、RGSシリーズ

特 長

Field Stop Trench IGBT

Ignition IGBT

Field Stop Trench IGBT

Field Stop Trench IGBTIGBT 
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IF
(A

)

VF(mV)

VF - IF CHARACTERISTICS

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,5000
0.01

0.1

1

10

100

RFNシリーズ

RFNLシリーズ

RFUHシリーズ

RFVシリーズ

RFNLシリーズ
16%低VF

（従来品:RFNシリーズ化）

Tj=25℃

高速trr特性 新プロセスにより更なる超高速trrを実現高効率・低VF 低VF化により省エネに貢献

RFUHシリーズ

RFUHシリーズ

CurrentCurrentCurrent

5A

50ns

RFVシリーズ

Tj=25℃

逆回復時間

40%短縮

アプリケーションごとに最適特性を提供

■ ■ 

RFV5BGE6S

RFV8BGE6S

RFV5BM6S

RFV8BM6S

RFVS8TG6S

RFV8TG6S

RFV12TG6S

RFV15TG6S

RFV30TG6S

RFVS8TJ6S

RFV8TJ6S

RFV12TJ6S

RFV15TJ6S

*

*

—

—

G

G

G

G

G

G

G

G

G

—

—

FH

FH

—

—

—

—

—

—

—

—

—

TL

TL

TL

TL

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

5

8

5

8

8

8

12

15

30

8

8

12

15

60

100

60

100

60

100

120

150

200

60

100

120

150

2.8

2.8

2.8

2.8

3

2.8

2.8

2.8

2.8

3

2.8

2.8

2.8

5

8

5

8

8

8

12

15

30

8

8

12

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

20

25

20

25

20

25

25

30

40

20

25

25

30

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Note： パッケージはJEDEC表記です。(　)内はROHMパッケージ、〔    〕内はGENERALコードを示します。　* 一般品の製品性能コードは空白です。

一般品 車載品

包装
記号 VRM

(V)
VR
(V) IF(A)

品名
製品性能コード

パッケージ 等価回路図IO*1

(A)
IFSM(A)*2
60Hz.
 1　　

VF(V)
Max

IR(μA)
Max

—

—

YES

YES

—

—

—

—

—

—

—

—

—

車載対応
（AEC-
Q101）VR(V) IF(A) IR(A)

trr(ns)
Max

絶対最大定格（Tc＝25˚C） 電気的特性（Tj＝25˚C）*2

RFVシリーズ　超高速trr ハードリカバリタイプ

(TO-252GE)

〔DPAK〕

(TO-252)

〔DPAK〕

(TO-220ACFP)

(TO-220AC)

RFNL5BGE6S

RFNL10BGE6S

RFNL5BM6S

RFNL10BM6S

RFNL5TJ6S

RFNL10TJ6S

RFNL15TJ6S

RFNL20TJ6S

*

*

—

—

G

G

G

G

—

—

FH

FH

FHG

FHG

FHG

FHG

TL

TL

TL

TL

C9

C9

C9

C9

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600 

5

10

5

10

5

10

15

20

50

100

50

100

50

120

160

200

1.3

1.25

1.3

1.3

1.25

1.3

1.3

1.25

1.3

1.3

1.3

5

8

10

5

8

10

5

8

10

15

20

10

10

10

10

10

10

10

10

600

600

600

600

600

600

600

600

60

65

60

65

60

65

65

70

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

一般品 車載品

包装
記号 VRM

(V)
VR
(V) IF(A)

品名
製品性能コード

パッケージ 等価回路図IO*1

(A)
IFSM(A)*2
60Hz.
 1　　

VF(V)
Max

IR(μA)
Max

—

—

YES

YES

YES

YES

YES

YES

車載対応
（AEC-
Q101）VR(V) IF(A) IR(A)

trr(ns)
Max

絶対最大定格（Tc＝25˚C） 電気的特性（Tj＝25˚C）*2

RFNLシリーズ　超低VFタイプ

(TO-252GE)

〔DPAK〕

(TO-252GE)

〔DPAK〕

(TO-220ACFP)

(TO-220ACFP)

特 長 ● PFC(力率改善回路)向けに最適

● 多彩なラインアップ

● 特性を更に進化

● 超低VF品・超高速trr品

(TO-252)

〔DPAK〕
(TO 252)

(TO-220AC)

Tj=125℃
di/dt=500A/μs

I
F
=60A, V

R
=400V

20A
100V

50ns

順方向電流：I
F

逆方向電圧：V
R

高性能

RFNシリーズ

RFLシリーズ
(低VFタイプ)

RFSシリーズ
(高速trrタイプ)

RFUHシリーズ

ファストリカバリダイオード

高耐圧ディスクリート 高耐圧化・耐サージ化

Fast Recovery Diodes
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Current

■ 第4世代への進化 ■ リカバリーノイズの大幅低減

スイッチングノイズを大幅低減、さらなる高耐圧化・耐サージ化で耐圧保証アップ

アプリケーション ● エアコン、洗濯機、冷蔵庫などのPFC回路
● EV充電ステーションなどの2次側整流回路
● 工作ロボット、コンプレッサなどのインバータ回路
● サーバー、基地局電源など各種電源機器

● 耐圧保証アップ 600V ⇒ 650V 　

●リカバリーノイズの大幅低減

● VF・trr特性向上で機器の高効率化に貢献

● AEC-Q101対応(予定)

特 長

TO-247GE-3L

TO-247GE-2L

*1 1素子あたりの出力平均電流は、IO(１素子入り)もしくは1/2 IO(2素子入り)です。  *2 1素子あたりの規格です。

RFS30TZ6S

RFS60TZ6S

RFS30TS6D

RFS60TS6D

G

G

G

G

—

—

—

—

C13

C13

C13

C13

650

650

650

650

650

650

650

650

30

60

30

60

160

250

80

150

2.3

2.3

2.3

2.3

30

60

15

30

5

10

5

5

650

650

650

650

35

55

30

35

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

一般品 車載品

包装
記号 VRM

(V)
VR
(V) IF(A)

品名
製品性能コード

パッケージ 等価回路図IO*1

(A)
IFSM(A)*2
60Hz.
 1　

VF(V)
Max

IR(μA)
Max

—

—

—

—

車載対応
（AEC-
Q101）

VR(V) IF(A) IR(A)
trr(ns)
Max

絶対最大定格（Tc＝25˚C） 電気的特性（Tj＝25˚C）*2

第4世代RFSシリーズ　高速trrタイプ

TO-247GE-2L

RFL30TZ6S

RFL60TZ6S

RFL30TS6D

RFL60TS6D

G

G

G

G

—

—

—

—

C13

C13

C13

C13

1

2

650

650

650

650

650

650

650

650

30

60

30

60

200

320

100

180

1.5

1.5

1.5

1.5

30

60

15

30

5

10

5

5

650

650

650

650

55

75

45

55

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

一般品 車載品

包装
記号 VRM

(V)
VR
(V) IF(A)

品名 回路数

1

2

回路数

製品性能コード
パッケージ 等価回路図IO*1

(A)
IFSM(A)*2
60Hz.
 1　　

VF(V)
Max

IR(μA)
Max

—

—

—

—

—

—

—

—

車載対応
（AEC-
Q101）

VR(V) IF(A) IR(A)
trr(ns)
Max

絶対最大定格（Tc＝25˚C） 電気的特性（Tj＝25˚C）*2

第4世代RFLシリーズ　低VFタイプ

TO-247GE-2L

TO-247GE-3L
☆

☆

TO-247GE-3L
☆

☆

☆： 開発中

ノイズ性能比較波形

Tj=125℃
di/dt=500A/μs

I
F
=60A, V

R
=400V

Tj=125℃
di/dt=500A/μs

I
F
=60A, V

R
=400V

20A
100V
20A

100V

50ns50ns

順方向電流：I
F

順方向電流：I
F

逆方向電圧：V
R

逆方向電圧：V
R

高性能高性能

V
F
･t

rr
特性比較マップ

RFNシリーズRFNシリーズ

RFLシリーズ
(低VFタイプ)
RFLシリーズ
(低VFタイプ)

RFSシリーズ
(高速trrタイプ)
RFSシリーズ
(高速trrタイプ)

RFUHシリーズRFUHシリーズ

t rr
(n

s
)

新製品

従来品

新製品特性ライン（第4世代）

従来品特性ライン（第3世代）

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25
1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

V
F
(V)

新製品（RFL60TZ6S）

一般品

スイッチングオフ時の
逆回復時間が速いため
電力損失を抑制

高速trr特性

スイッチングオフ時に
アプリケーションへ
影響を及ぼす
ノイズを抑制

超低ノイズ特性

VF：3.2%減
trr：8.3%減

VF：17.9%減

第4世代ファストリカバリダイオード
4th Gen Fast Recovery Diodes

High Voltage Discretes Fast Recovery Diodes 4th Gen Fast Recovery Diodes
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低ノイズと低オン抵抗を実現

■ ノイズ評価

■ 効率評価

■ 高速trr MOSFET
   (PrestMOSTM)

IC

高速スイッチングが特長の
R6xxxKNxシリーズは低損失、高効率に
特化した電源回路におすすめです。

0
30 300

10

周波数（MHz）

20

d
B

 μ
V

/m

30

40

50

60

最大量
R6020ENx(低ノイズタイプ)
R6020KNx(高効率タイプ)
他社品A

輻射ノイズ 水平偏波(dB μV/m) 入力電力146W

評価回路：PFC回路
臨界モード
入力100V/60Hz
出力120W

trr

t

t

IF

IF
Super Junction MOSFET
（trrノーマルタイプ）

従来の回路構成

PrestoMOSTM

PrestoMOSTM

内蔵ダイオードの逆回復特性を改善した省エネデバイスです。

部品
削減

IGBT
FRD FRD

内蔵

特 長 ● 優れたA・Ron性能（従来品からRon 40％低減）

● 低ノイズタイプ/高速スイッチングタイプとタイプ別にシリーズ化

● DPAKからTO-247まで豊富なパッケージを展開

● 非常にノイズが小さく、ノイズ対策が必要な電源回路に最適で、プレーナからの置き換えも容易

L
O

S
S

(W
)

0.36 0.34 0.38

1.14

0.68
0.82

1.50

1.02
1.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

R6020ENx
(低ノイズ)

R6020KNx
(高効率)

他社品A
(高効率)

スイッチングロス 伝導ロス

スイッチングロス
40%削減

60%減

*「PrestoMOSTM」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

R6xxxENxシリーズは非常に

ノイズが小さく、ノイズ対策が

必要な電源回路におすすめ

Super Junction MOSFET

高耐圧ディスクリート
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R6000ENH
R6002ENH
R6011END3
R6009END3
R6007END3
R6004END3
R6002END3
R6024ENJ
R6020ENJ
R6015ENJ
R6011ENJ
R6009ENJ
R6007ENJ
R6004ENJ
R6030ENX
R6024ENX
R6020ENX
R6015ENX
R6011ENX
R6009ENX
R6007ENX
R6004ENX
R6076ENZ4
R6047ENZ4
R6035ENZ4
R6030ENZ4
R6024ENZ4
R6020ENZ4
R6035ENZ
R6030ENZ
R6024ENZ
R6020ENZ
R6015ENZ

R6511END3
R6509END3
R6507END3
R6504END3
R6502END3
R6524ENJ
R6520ENJ
R6515ENJ
R6511ENJ
R6509ENJ
R6507ENJ
R6504ENJ
R6530ENX
R6524ENX
R6520ENX
R6515ENX
R6511ENX
R6509ENX
R6507ENX
R6504ENX
R6576ENZ4
R6547ENZ4
R6535ENZ4
R6530ENZ4
R6524ENZ4
R6520ENZ4
R6535ENZ
R6530ENZ
R6524ENZ
R6520ENZ

0.5

1.7

11

9

7

4

1.7

24

20

15

11

9

7

4

30

24

20

15

11

9

7

4

76

47

35

30

24

20

35

30

24

20

15

11

9

7

4

1.7

24

20

15

11

9

7

4

30

24

20

15

11

9

7

4

76

47

35

30

24

20

35

30

24

20

2

2

124

94

78

59

26

245

231

184

124

94

78

58

86

74

68

60

53

48

46

35

735

481

379

305

245

231

120

120

120

120

120

124

94

78

58

26

245

231

184

124

94

78

58

86

74

68

60

53

48

46

35

735

480

379

305

245

231

102

86

74

68

7.3

2.8

0.34

0.5

0.57

0.9

2.8

0.15

0.17

0.26

0.34

0.5

0.57

0.9

0.115

0.15

0.17

0.26

0.34

0.5

0.57

0.9

0.038

0.066

0.092

0.115

0.15

0.17

0.092

0.115

0.15

0.17

0.26

0.36

0.53

0.605

0.955

3.05

0.16

0.185

0.28

0.36

0.53

0.605

0.955

0.125

0.16

0.185

0.28

0.36

0.53

0.605

0.955

0.04

0.07

0.098

0.125

0.16

0.185

0.098

0.125

0.165

0.185

8.8

3.4

0.39

0.535

0.62

0.98

3.4

0.165

0.196

0.29

0.39

0.535

0.62

0.98

0.13

0.165

0.196

0.29

0.39

0.535

0.62

0.98

0.042

0.072

0.102

0.13

0.165

0.196

0.102

0.13

0.165

0.196

0.29

0.4

0.585

0.665

1.05

4

0.185

0.205

0.315

0.4

0.585

0.665

1.05

0.14

0.185

0.205

0.315

0.4

0.585

0.665

1.05

0.046

0.08

0.115

0.14

0.185

0.205

0.115

0.14

0.185

0.205

4.3

6.5

32

23

20

15

6.5

70

60

40

32

23

20

15

85

70

60

40

32

23

20

15

260

145

110

85

70

60

110

85

70

60

40

32

24

20

15

6.5

70

61

40

32

24

20

15

90

70

61

40

32

24

20

15

260

150

110

90

70

61

110

90

70

61

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)(Ω)
VGS=10V

Typ Max
品名 パッケージ

Nch 低ノイズタイプ

TO-252
〔DPAK〕

TO-252
〔DPAK〕

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

(TO-220FM)
 TO-220FP 

(TO-220FM)
 TO-220FP 

TO-247AD
(TO-247)

TO-247AD
(TO-247)

TO-220AB

(TO-3PF)

TO-252
〔DPAK〕

(TO-220FM)
 TO-220FP 

TO-247AD
(TO-247)

(TO-3PF)

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

(TO-3PF)

(SOP8)

Qg(nC)
VGS=10V

600

600

600

600

600

600

650

650

650

650

650

R6011KND3
R6009KND3
R6007KND3
R6006KND3
R6014YND3
R6010YND3
R6003KND3
R6024KNJ
R6020KNJ
R6015KNJ
R6011KNJ
R6009KNJ
R6007KNJ
R6004KNJ
R6030KNX
R6024KNX
R6020KNX
R6015KNX
R6011KNX
R6009KNX
R6007KNX
R6006KNX
R6004KNX
R6061YNX
R6049YNX
R6038YNX
R6027YNX
R6022YNX
R6020YNX
R6014YNX
R6010YNX
R6049YNX3
R6038YNX3
R6027YNX3
R6022YNX3
R6020YNX3
R6014YNX3
R6010YNX3
R6076KNZ4
R6047KNZ4
R6035KNZ4
R6030KNZ4
R6024KNZ4
R6020KNZ4
R6086YNZ4
R6061YNX3
R6049YNX3
R6038YNX3
R6027YNX3
R6022YNX3
R6020YNX3
R6035KNZ
R6030KNZ
R6024KNZ
R6020KNZ
R6015KNZ
R6086YNZ

11

9

7

6

14

10

3

24

20

15

11

9

7

4

30

24

20

15

11

9

7

6

4

26

22

18

14

13

12

9

7

49

38

27

22

20

14

10

76

47

35

30

24

20

86

61

49

38

27

22

20

35

30

24

20

15

33

124

94

78

70

132

92

44

245

231

184

124

94

78

58

86

74

68

60

53

48

46

40

35

100

90

81

70

65

62

54

47

448

348

245

205

182

132

92

735

481

379

305

245

231

781

568

448

348

245

205

182

102

86

74

68

60

114

0.34

0.5

0.57

0.72

0.215*

0.324*

1.3

0.15

0.17

0.26

0.34

0.5

0.57

0.9

0.115

0.15

0.17

0.26

0.34

0.5

0.57

0.72

0.9

0.050*

0.068*

0.080*

0.112*

0.137*

0.154*

0.215*

0.324*

0.068*

0.08*

0.112*

0.137*

0.154*

0.215*

0.325*

0.038

0.066

0.095

0.115

0.15

0.17

0.036*

0.05*

0.068*

0.08*

0.112*

0.137*

0.154*

0.092

0.115

0.15

0.17

0.26

0.036*

0.39

0.535

0.62

0.83

0.260*

0.390*

1.5

0.165

0.196

0.29

0.39

0.535

0.62

0.98

0.13

0.165

0.196

0.29

0.39

0.535

0.62

0.83

0.98

0.060*

0.082*

0.096*

0.135*

0.165*

0.185*

0.260*

0.390*

0.082*

0.096*

0.135*

0.165*

0.185*

0.26*

0.39*

0.042

0.072

0.102

0.13

0.165

0.196

0.044*

0.06*

0.082*

0.096*

0.135*

0.165*

0.185*

0.102

0.13

0.165

0.196

0.29

0.044*

22

16.5

15

12

20

15

8

46

40

30

22

16.5

15

10

56

46

40

30

22

16.5

15

12

10

80

20

50

40

35

30

20

15

65

50

40

33

28

20

15

165

100

72

56

46

40

110

76

65

50

40

33

28

72

56

45

40

27.5

110

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)(Ω)
VGS=10V

Typ Max
品名 パッケージ

Nch 高速スイッチングタイプ
Qg(nC)
VGS=10V

600

600

600

600

600

600

Note ： パッケージはJEDEC表記です。(    )内はROHMパッケージ、[    ]内はJEITAコード、〔    〕内はGENERALコードを示します。 

☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆

TO-252

〔DPAK〕
TO-263S

(LPTS)

[SC-83]

〔D2PAK〕
(TO-220FM)

TO-220FP

TO-247AD

(TO-247)

(TO-3PF)

(SOP8) TO-252 TO 263S

TO-220AB

Note ： パッケージはJEDEC表記です。(    )内はROHMパッケージ、[    ]内はJEITAコード、〔    〕内はGENERALコードを示します。
☆ ： 開発中  *VGS=12V

Super Junction MOSFETHigh Voltage Discretes

600V耐圧品（VDSS=600V）

650V耐圧品（VDSS=650V）

600V耐圧品（VDSS=600V）
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TO-252
〔DPAK〕

TO-220AB

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

(TO-220FM)
 TO-220FP 

TO-247AD
(TO-247)

R6009JND3

R6007JND3

R6006JND3

R6004JND3

R6013VND3

R6020JNJ

R6018JNJ

R6012JNJ

R6009JNJ

R6007JNJ

R6006JNJ

R6004JNJ

R6055VNX3

R6035VNX3

R6024VNX3

R6030JNX

R6025JNX

R6020JNX

R6018JNX

R6012JNX

R6009JNX

R6007JNX

R6006JNX

R6004JNX

R6055VNX

R6035VNX

R6024VNX

R6018VNX

R6013VNX

R6070JNZ4

R6050JNZ4

R6042JNZ4

R6030JNZ4

R6025JNZ4

R6020JNZ4

R60A4VNZ4

R6077VNZ4

R6055VNZ4

R6050JNZ

R6030JNZ

R6025JNZ

R6020JNZ

R6077VNZ

R6055VNZ

9

7

6

4

13

20

18

12

9

7

6

4

55

35

24

30

25

20

18

12

9

7

6

4

23

17

13

10

8

70

50

42

30

25

20

140

77

55

50

30

25

20

29

23

125

96

86

60

131

252

220

160

125

96

86

60

543

348

246

95

85

76

72

60

53

46

43

35

99

81

70

61

54

770

615

495

370

306

252

1,388

781

543

120

93

85

76

113

99

0.45

0.6

0.72

1.1

0.25

0.18

0.22

0.3

0.45

0.6

0.72

1.1

0.059

0.095

0.127

0.11

0.14

0.18

0.22

0.3

0.45

0.6

0.72

1.1

0.059

0.095

0.127

0.17

0.25

0.045

0.064

0.08

0.11

0.14

0.18

0.022

0.042

0.059

0.064

0.11

0.14

0.18

0.042

0.059

0.585

0.78

0.936

1.43

0.3

0.234

0.286

0.39

0.585

0.78

0.936

1.43

0.071

0.114

0.153

0.143

0.182

0.234

0.286

0.39

0.585

0.78

0.936

1.43

0.071

0.114

0.153

0.204

0.3

0.058

0.083

0.104

0.143

0.182

0.234

0.027

0.051

0.071

0.083

0.143

0.182

0.234

0.051

0.071

65

60

58

45

65

85

80

70

65

60

58

45

112

92

80

100

90

85

80

70

65

60

58

45

112

92

80

68

65

135

120

110

100

90

85

167

125

112

120

100

90

85

*108

*80

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)(Ω)
VGS=15V

Typ Max
品名 パッケージ

Nch 高速trrタイプ〈PrestoMOSTM〉

Trr Typ
(ns)

600

600

600

600

600

600

TO-252
〔DPAK〕

TO-252
〔DPAK〕

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

(TO-220FM)
 TO-220FP 

(TO-220FM)
 TO-220FP 

TO-220AB

TO-220AB

(TO-3PF)

(TO-3PF)

TO-247AD
(TO-247)

R6511KND3

R6509KND3

R6507KND3

R6504KND3

R6524KNJ

R6520KNJ

R6515KNJ

R6511KNJ

R6509KNJ

R6507KNJ

R6504KNJ

R6535KNX3

R6530KNX3

R6524KNX3

R6520KNX3

R6515KNX3

R6530KNX

R6524KNX

R6520KNX

R6515KNX

R6511KNX

R6509KNX

R6507KNX

R6504KNX

R6576KNZ4

R6547KNZ4

R6535KNZ4

R6530KNZ4

R6524KNZ4

R6520KNZ4

R6535KNZ

R6530KNZ

R6524KNZ

R6520KNZ

R6515KNZ

R8019KNX

R8011KNX

R8009KNX

R8006KNX

R8003KNX

R8002KNX

R8006KND3

R8003KND3

R8002KND3

11

9

7

4

24

20

15

11

9

7

4

35

30

24

20

15

30

24

20

15

11

9

7

4

76

47

35

30

24

20

35

30

24

20

15

19

11

9

6

3

1.6

6

3

1.6

124

94

78

58

245

231

184

124

94

78

58

370

307

253

220

161

86

74

68

60

53

48

46

35

735

481

379

305

245

231

102

86

74

68

60

83

65

59

52

48

28

83

48

30

0.36

0.53

0.605

0.955

0.16

0.185

0.28

0.36

0.53

0.605

0.955

0.098

0.125

0.16

0.185

0.28

0.125

0.16

0.185

0.28

0.36

0.53

0.605

0.955

0.04

0.07

0.098

0.125

0.16

0.185

0.098

0.125

0.16

0.185

0.28

0.2

0.37

0.5

0.75

1.5

3.5

0.75

1.5

3.5

0.4

0.585

0.665

1.05

0.185

0.205

0.315

0.4

0.585

0.665

1.05

0.115

0.14

0.185

0.205

0.315

0.14

0.185

0.205

0.315

0.4

0.585

0.665

1.05

0.046

0.08

0.115

0.14

0.185

0.205

0.115

0.14

0.185

0.205

0.315

0.24

0.45

0.6

0.9

1.8

4.2

0.9

1.8

4.2

22

16.5

15

10

46

40

30

22

16.5

15

10

72

56

45

40

27.5

56

46

40

30

22

16.5

14.5

10

165

100

72

56

45

40

72

56

45

40

27.5

65

37

27

22

11.5

7.5

22

11.5

7.5

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(TC=25˚C)

RDS(on)(Ω)
VGS=10V

Typ Max
品名 パッケージ

Nch 高速スイッチングタイプ
Qg(nC)
VGS=10V

650

650

650

650

650

650

800

800

Note ： パッケージはJEDEC表記です。(    )内はROHMパッケージ、[    ]内はJEITAコード、〔    〕内はGENERALコードを示します。 
☆ ： 開発中
◎「PrestoMOSTM」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。
*VDS=10V

Note ： パッケージはJEDEC表記です。(    )内はROHMパッケージ、[    ]内はJEITAコード、〔    〕内はGENERALコードを示します。 

☆

☆

☆

☆

☆

☆
☆

TO-252

〔DPAK〕
TO-263S

(LPTS)

[SC-83]

〔D2PAK〕

TO 252

(TO-220FM)

TO-220FP

TO-247AD

(TO-247)

(TO-3PF)

高耐圧ディスクリート

600V耐圧品（VDSS=600V）

800V耐圧品（VDSS=800V）

650V耐圧品（VDSS=650V）
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RSS130N03
RSS100N03
RSS095N05
RSS070N05
RSS065N06
SP8K3
SP8K2
SP8K24
SP8K22
SP8K33
SP8K32
SP8K31
SP8K41
SP8K52
RRS140P03
RRS100P03
RRS090P03
RRS050P03
RSS070P05
RSS060P05
SP8J66

SP8M4

SP8M5

SP8M3

SP8M6

SP8M21

SP8M24

SP8M31

SP8M41

SP8M51

N

P

N+N

P+P

N+P

2,000

1,070

1,830

1,000

900

600

520

1,400

550

620

500

250

600

610*3

8,000

3,600

3,000

850

4,100

2,700

3,000

1,190

2,600

520

2,600

230

850

230

490

1,400

2,400

550

1,700

500

2,500

600

1,000

610*3

1,550*3

25

14

18.9

12

11

8.4

7.2

15.4

6.8

8

7

3.7

6.6

8.5

80

39

30

9.2

34

23

35

15

25

7.2

25

3.9

8.5

3.9

5.5

15.4

20

6.8

13

7

40

6.6

8.2

8.5

12.5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

120

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

55

60

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

160

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

77

85

—

—

—

—

10.4

17.5

20

32

44

33

42

34

57

54

73

140

150

180

9.4

17.5

21

72

35

49

23.6

24

35

42

35

73

80

73

140

34

60

57

84

73

80

150

300

180

320

7.4

12.5

14

23

28

23

30

24

41

38

52

100

110

130

6.7

12.5

15

52

25

35

17.5

16

25

30

25

52

57

52

100

24

43

41

60

52

55

110

220

130

230

8.3

13.3

16

25

37

24

30

25

46

48

65

120

130

170

7

12.6

15.4

50

27

36

18.5

18

28

30

28

51

56

51

90

25

46

46

63

65

70

130

240

170

290

5.9

9.5

11

18

24

17

21

18

33

34

46

85

90

120

5

9

11

36

19

26

13.5

12

20

21

20

36

40

36

65

18

33

33

45

46

50

90

165

120

210

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

13

10

9.5

7

6.5

7

6

6

4.5

5

4.5

3.5

3.4

3

−14

−10

−9

−5

−7

−6

−9

9

−7

6

−7

5

−4.5

5

−3.5

6

−4

4.5

−3.5

4.5

−4.5

3.4

−2.6

3

−2.5

30

30

45

45

60

30

30

45

45

60

60

60

80

100

−30

−30

−30

−30

−45

−45

−30

30

−30

30

−30

30

−30

30

−30

45

−45

45

−45

60

−60

80

−80

100

−100

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

HZG

包装
記号

極性
(ch)

Qg Typ
(nC)VDSS

(V)
VGS
(V)品名 製品性能

コード パッケージID
(A) VGS=10V

Typ Max
VGS=4.5V

Typ Max
VGS=4.0V

Typ VGS=5V

Ciss Typ
(pF)

VDS=10VMax
YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

車載対応
（AEC-
Q101）

RDS(on)(mΩ)
車載対応 パワーMOSFET

(SOP8)
5060 size

RD3H200SN
RD3L220SN
RD3L150SN
RD3L080SN
RD3L050SN
RD3P200SN
RD3P175SN
RD3P100SN
RD3P050SN
RD3S100AA
RD3U080AA
RD3U041AA
R5205PND3
R6006PND3
R6004PND3
R8007AND3
R8002CND3
R8001CND3
RD3H160SP
RD3H080SP
RD3H045SP
RD3L140SP
RD3P130SP
RSJ451N04
RSJ400N06
RSJ400N10
RSJ301N10
RJ1U330AA
R6020PNJ
R8008ANJ
R8005ANJ
R8002ANJ
RSJ250P10

N

 P

 P

 N

950

1,500

930

380

290

2,100*1

950*1

700*1

530*1

2,000

1,440*1

350*1

320*1

460*1

280*1

850

240*1

60*1

2,000

1,000

550

1,900

2,400*1

2,400*1

2,400

3,600*1

2,100*1

4,500*1

2,040*1

1,100*1

500*1

250*1

8,000*1

12*3

30

18

9.4

8

55

24

18

14

52

25

8.5

10.8

15

11

28

12.1

7.2

16*3

9*3

12*3

27

40

43

52

90

60

80

65

38

20

13

60*3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

35

30

47

98

131

50*2

112

140

200

190*2

—

—

—

—

—

—

—

—

63

133

225

103

220

—

—

30*2

50*2

—

—

—

—

—

67

25

21

33

70

94

36*2

80

100

142

136*2

—

—

—

—

—

—

—

—

45

95

160

73

150

—

—

21*2

36*2

—

—

—

—

—

48

28

26

40

80

109

46

105

133

190

182

300

1,300

1,600

1,200

1,800

1,600

4,300

8,700

50

91

155

84

200

13.5

16

27

46

105

250

1,030

2,100

4,300

63

20

18

28

57

78

33

75

95

135

130

225

930

1,300

900

1,400

1,200

3,300

6,700

35

65

110

60

135

9.5

11

19

33

77

190

790

1,600

3,300

45

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±30

±30

±25

±30

±25

±30

±30

±30

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±30

±30

±30

±30

±30

±20

20

22

15

8

5

20

17.5

10

5

10

8

4

5

6

4

7

2

1

−16

−8

−4.5

−14

−13

45

40

40

30

33

20

8

5

2

−25

45

60

60

60

60

100

100

100

100

190

250

250

525

600

600

800

800

800

−45

−45

−45

−60

−100

40

60

100

100

250

600

800

800

800

−100

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRA

FRG

FRG

FRG

FRG

FRG

FRA

FRG

FRG

FRG

FRG

包装
記号

極性
(ch)

Qg Typ
(nC)VDSS

(V)
VGS
(V)品名 製品性能

コード パッケージID
(A) VGS=10V

Typ Max
VGS=4.5V

Typ Max
VGS=4.0V

Typ VGS=5V

Ciss Typ
(pF)

VGS=10VMax
YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

車載対応
（AEC-
Q101）

RDS(on)(mΩ)
車載対応 パワーMOSFET

TO-252
〔DPAK〕

TO-263S
(LPTS)
[SC-83]
〔D2PAK〕

Note1 ： (    )内はROHMパッケージを示します。  Note2 ： *1 VGS=10V  *2 VGS=4V  *3 VDS=25V

Note1 ： パッケージはJEDEC表記です。(    )内はROHMパッケージ、[    ]内はJEITAコード、〔    〕内はGENERALコードを示します。   Note2 ： *1 VDS=25V　*2 VGS=4V　*3 VGS=5V

(SOP8)(SOP8)

TO-252

〔DPAK〕
TO 252

TO-263S

(LPTS)

[SC-83]

〔D2PAK〕

Super Junction MOSFET

Super Junction MOSFETHigh Voltage Discretes
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モータ制御を1パッケージで実現
モータ制御に必要なパワーデバイス制御IC、
周辺回路などを1パッケージ化した製品です。
アプリケーションに応じたIGBT最適化設計を
実施しています。

■ EMI特性向上 ■温度モニタ精度向上 ±2℃@90℃

■回路図

特 長 ● IGBT、FWD（Free Wheeling Diode）、
　 ブートストラップダイオード、
　 ゲートドライバを1パッケージに搭載

● 充実の保護回路（短絡電流保護、熱遮断回路、
　 アナログ温度出力回路）と保護回路動作時の
　 FAULT信号出力機能

HSDIP25

HSDIP25VC

UVLO : 電源電圧低下時誤動作防止
SCP  : 短絡電流保護
TSD  : 熱遮断
VOT  : アナログ温度出力

保護回路

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

パッケージ

*1：AC60Hz、1min、凸型ヒートシンク使用時は2500Vrms対応可能  *2：TSD：熱遮断、VOT：アナログ温度出力

GND
VOT

CIN
FO

LVCC
LINW
LINV
LINU

GND
HVCC
HINW
HINV
HINU

VBW

VBV

VBU

NW

NV

NU

W

V

U

P

･ファストリカバリダイオード

･低損失フィールドストップトレンチIGBT

･超低VFファストリカバリダイオード

･ブートストラップダイオード電流制限機能
･フローティング電源UVLO

･UVLO, SCP, TSD, VOT

･Fault 信号出力

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

15

17
16

18

19

20

21

22

23

24

14

Bootstrap Diodes

Low Side Gate Driver
(LVIC)

High Side Gate Driver(HVIC)

Inverter Part (IGBT and FWD)

High Side
Gate Driver

(HVIC)

Low Side
Gate Driver

(LVIC)

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

30 300 

Gen.2→従来品 

Gen.3→BM63374S-VA

EMI

Frequency(MHz)

2.5  

Gen.2→従来品
Gen.3→BM63374S-VA

±2°C

2.0  

3.0  

3.5  

75 80 85 90 95 100 105 

温度 （°C）

温度モニタ精度向上

モ
ニ
タ
電
圧

(V
)

BM63373S-VA

BM63373S-VC

BM63573S-VA

BM63573S-VC

BM63374S-VA

BM63374S-VC

BM63574S-VA

BM63574S-VC

BM63375S-VA

BM63375S-VC

BM63575S-VA

BM63575S-VC

BM63377S-VA

BM63377S-VC

BM63577S-VA

BM63577S-VC

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

30

30

30

30

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.45

1.45

1.45

1.45

1.40

1.40

1.40

1.40

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

up to 20

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

品名

IGBT-IPM
VCES
(V)

IC
(A)

VCESAT
(V)

PWM入力周波数
(kHz)

絶縁耐圧*1

(Vrms) 温度保護機能*2

LVIC内蔵の温度モニタの
精度を±2℃＠90℃に向上し
外付けサーミスタから
置き換えることが可能

IGBT、FRDの
最適化により
EMI特性を向上

IGBT-IPM

IPM モータ制御に最適なインテリジェント製品をラインアップインテリジェント
パワーモジュール

IGBT-IPM
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HSDIP25 HSDIP25VC

モータドライブ機器の高効率化に貢献

GND
CIN
FO

LVCC
LINW
LINV
LINU
GND
HVCC
HINW
HINV
HINU

VBW

VBV

VBU

NW

NV

NU

W

V

U

P

･ファストリカバリ
ダイオード

･高速trr

Super Junction MOSFET
･超低VFボディダイオード

･ブートストラップダイオード
電流制限機能
･フローティング電源UVLO

･UVLO, SCP, TSD
･Fault 信号出力

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16

TEST 17 18

19

20

21

22

23

24

14

Bootstrap Diodes

Low Side Gate Driver
(LVIC)

High Side Gate Driver
(HVIC)

Inverter Part
(PrestoMOS™)

High Side
Gate Driver

(HVIC)

Low Side
Gate Driver

(LVIC)

■回路図

■ VDS-IDの特長

14

12

10

8

6

4

2

0
1

VDS（V）
2

BM65364S-VA

1.50.50

IGBT-IPM

ID （
A
）

Condition
Tj=25°C
APF : Annual Performance Factor
IPLV : Integrated Part Value Load
SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio

約76％
低減 定常動作時の損失を低減

エアコン省エネ指数
(APF, IPLV, SEER)
向上に貢献

BM65364S-VA

Lo
ss
(w
)

Condition
Ta=25°C
P=400V, Vcc=15V
fc=5kHz, 2Arms
cos φ=0.8
modulation ratio=1
3-phase modulation

ダイオードの逆回復損失
スイッチングロス（OFF）
スイッチングロス（ON）
ダイオードの導通損失
MOSとIGBTの導通損失

IGBT-IPM

電力損失
約43%
低減

■ IGBT-IPMとの電力損失比較

ロームのPrestoMOSTMを使用した高効率IPM製品です。
IGBT-IPMと比較し、エアコン定常運転時の損失を
大幅に低減します。

特 長 ● PrestoMOSTM搭載600V/15A IPM

● MOSFETデバイスの使用により、定常動作時の高効率化に貢献

● PrestoMOSTM、ブートストラップダイオード、ゲートドライバを搭載

● 充実の保護回路（短絡電流保護、電源電圧低下保護、熱遮断回路）と
　 保護回路動作時のFAULT信号出力機能

*「PrestoMOSTM」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

UVLO : 電源電圧低下時誤動作防止
SCP  : 短絡電流保護
TSD  : 熱遮断
VOT  : アナログ温度出力

保護回路

600

600

パッケージ

BM65364S-VA

BM65364S-VC

15

15

120

120

TSD

TSD

HSDIP25

HSDIP25VC

up to 20

up to 20

1,500

1,500

品名

MOS-IPM
VDSS
(V)

ID
(A)

Ron
(mΩ)

推奨スイッチング周波数
(kHz)

絶縁耐圧*1

(Vrms) 温度保護機能*2

*1：AC60Hz、1min、凸型ヒートシンク使用時は2500Vrms対応可能  *2：TSD：熱遮断、VOT：アナログ温度出力

MOS-IPM

IGBT-IPM MOS-IPMIPM 

MOS-IPM
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SiCに対応した高速動作を実現

パラメータ

入力電源電圧

出力電源電圧

出力VEE電圧

動作温度範囲

VCC1

VCC2

VEE2

Ta

＋4.5

＋14

－12

－40

＋5.5

＋24

±0

＋125

V

V

V

℃

記号 Min Max ユニット

■推奨動作範囲（BM6101FV-C）

■ IPM動作波形（BM6101FV-C）

〈Conditions〉 ローム製のSiC IPM　 VCC1＝5.0　VCC2＝18V　VEE２＝-5V　VPN＝800V　Ta=25℃　
2μs/div.

IN（10V/div.）

SiC FET ゲート
（20V/div.）

Id（500A/div.）

800V 
400A

SiC FET ドレイン
（500V/div.）

ゲート
ドライバ

IN 
g 

d 

s 

P

N 

SiC MOSFET

SiC SBD 

800V 

18V 

5V 

5V 

800V/400A出力
まで安定駆動を確認

BM6101FV-C

BM6102FV-C

BM6104FV-C

BM6109FV-C

BM6112FV-C

BM61M22BFJ-C

BM61M41RFV-C

BM61S40RFV-C

BM61S41RFV-C

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

14 to 24

14 to 20

10 to 24

14 to 18

14 to 20

9 to 24

9 to 24

16 to 20

16 to 24

−12 to 0

—

−12 to 0

—

−12 to 0

—

—

—

—

2,500

2,500

2,500

2,500

3,750 

2,500

3,750

3,750

3,750

350

200

150

700 

150

60

65

65

65

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

180

100

90

600

90

60

60

60

60

SSOP-B20W

SSOP-B20W

SSOP-B20W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SOP-JW8

SSOP-B10W

SSOP-B10W

SSOP-B10W

3

3

3

4.5

20

2

4

4

4

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

品名 パッケージ

絶縁素子内蔵ゲートドライバ
入力側
電源電圧

(V)

出力側
正電源電圧

(V)

出力側
負電源電圧

(V)
絶縁電圧
(Vrms)

車載対応
AEC-Q100

最大出力
電流
(A)

最小入力
パルス幅

(ns)

入出力
遅延時間

(ns)
動作温度

(℃) 機能

"Active miller clamping/
Fault signal output/UVLO/SCP/DESAT/
Soft turn-off function for SCP"

"Active miller clamping/
Fault signal output/UVLO/SCP/DESAT/
Soft turn-off function for SCP"

"Active miller clamping/
Fault signal output/UVLO/SCP/DESAT/
Soft turn-off function for SCP"

Active miller clamping/
Fault signal output/UVLO/SCP/
Soft turn-off function for SCP

Active miller clamping/
Fault signal output/UVLO/SCP/DESAT/
Soft turn-off function for SCP

UVLO

Active miller clamping/UVLO

Active miller clamping/UVLO/OVP

Active miller clamping/UVLO

特 長 ● 入出力遅延時間Max60nsの高速動作

● コアレストランスを用いて、
　 2,500Vrms/3,750Vrms絶縁を内蔵

● 独自のノイズキャンセル技術で、
　 高CMR（同相ノイズ除去）を実現

● 高VGS・負電源*に対応 *BM6101FV-C, BM6104FV-C

● 小型パッケージ
　 （SOP-JW8 : 4.9X6.0X1.65mm）
　 （SSOP-B20W：6.5×8.1×2.01mm）
　 （SSOP-B10W：3.5×10.2×1.9mm）

78.5%

83.5%

%削減

電力損失に置き換えると

SSOP-B20W SSOP-B10WSSOP-B28W SOP-JW8

絶縁素子内蔵ゲートドライバ

SiCデバイス周辺IC SiCパワー半導体をサポートし、普及に貢献

Isolated Gate Drivers
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劇的な小型化を実現した、世界初*SiC MOSFET内蔵AC/DCコンバータIC誕生！
SiCデバイスプロダクトのトップランナーであるロームから、新たな発想のデバイスが誕生しました。
SiCが実現する高耐圧、高効率、高耐熱の技術を活かし、システムの超小型化、高効率化を可能にする、世界初*のSiC MOSFET内蔵AC/DCコンバータです。

特 長 ● 周辺部品点数を大幅に削減
•12製品＋放熱板を1パッケージで実現
•故障リスク低減＆保護機能内蔵で、高信頼性化も実現

● 小型化
•外付け部品を大幅削減
シリコンMOSの2段構成をSiCなら1段で構成でき、IC内蔵を実現

● 高効率化
•省エネ対策に貢献
高効率SiCがシステム消費電力を低減

● 高信頼化
•セットの信頼性向上
  部品点数の削減によりシステムの信頼性向上に貢献

BM2SCQ121T-LBZ

BM2SCQ122T-LBZ

BM2SCQ123T-LBZ

BM2SCQ124T-LBZ

15 to 27.5 1,700 QR 1.12 — —120

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

TO220-6M

TO220-6M

TO220-6M

TO220-6M

Latch

Auto
Restart

SOP-J8

BD7682FJ-LB

BD7683FJ-LB

BD7684FJ-LB

BD7685FJ-LB

15 to 27.5 QR — — 120

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

SOP-J8

SOP-J8

SOP-J8

SOP-J8

Latch

品名 パッケージZT OVP
保護

QR制御タイプ  SiC駆動対応
電源電圧

(V)
制御
方式

起動
回路

起動電流
(mA)

AC電圧
補正

VCC OVP
保護

周波数
低減機能

最大周波数
(kHz) FB OLP保護

Latch

Auto
Restart

Latch

Auto
Restart

Latch

品名 パッケージZT OVP
保護

BR
UVLO

大電力TO220パッケージ 1,700V耐圧SiC MOSFET内蔵

電源電圧
(V)

制御
方式

SiC MOSFET
VDS

(Max)(V)
オン抵抗

(Ω)
急峻過電流
リミッタ

(A)

OCP
切り替え
機能

最大周波数
(kHz) FB OLP保護VCC OVP

保護

BM2SC121FP2-LBZ

BM2SC122FP2-LBZ

BM2SC123FP2-LBZ

BM2SC124FP2-LBZ

15 to 27.5 1,700 QR 1.12 — —120

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

TO263-7L

TO263-7L

TO263-7L

TO263-7L

Latch

品名 パッケージZT OVP
保護

BR
UVLO

大電力TO263パッケージ 1,700V耐圧SiC MOSFET内蔵

電源電圧
(V)

制御
方式

SiC MOSFET
VDS

(Max)(V)
オン抵抗

(Ω)
急峻過電流
リミッタ

(A)

OCP
切り替え
機能

最大周波数
(kHz) FB OLP保護VCC OVP

保護

TO220-6M

TO263-7L

AC/DCコンバータでのシリコン対SiC効率比較
*各AC/DCコンバータICはMOSFETの実力を引き出すものとする（ローム調べ）

78.5%78.5%78.5%

83.5%83.5%

%削減28%削減

電
力
変
換
効
率（
％
）

出力電力（W） 入出力条件：VIN=380Vac, VOUT=24V

0 12 24 36 48

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70
28288822828

電力損失に置き換えると電力損失に置き換えると

新製品：SiC MOSFET内蔵AC/DCコンバータIC

従来品：シリコンMOSFET ＆ 駆動用制御IC

劇的な改善
48W時、
効率5％UP

世界初*SiC駆動用AC/DCコントローラIC
SiC MOSFETを用いたAC/DCコンバータを容易に実現できます。
これにより、省電力化、小型化が求められる
AC/DCコンバータ市場に新たな価値を提供します。

特 長 ● Si MOSFETをSiC MOSFETに置き換えることで、
最大6％の効率改善が可能（ローム調べ）

● SiC MOSFETの性能を最大限引き出し、劇的な省電力化に貢献
● 高電圧AC690Vでも動作可能な保護機能を多数搭載

*2022年3月ローム調べ

*2022年3月ローム調べ

SiC MOSFET内蔵AC/DCコンバータIC

絶縁タイプFET外付けSiC駆動対応AC/DCコントローラIC

SiC Peripheral ICs Isolated Gate Drivers AC/DC Converter IC with Built-In SiC MOSFET Isolated External FET AC/DC Controller ICs for SiC Drive

Isolated External FET AC/DC Controller ICs for SiC Drive

AC/DC Converter Built-in SiC-MOSFET

絶縁タイプ FET外付け AC/DCコントローラIC

SiC MOSFET内蔵 AC/DCコンバータIC
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ローム製品の評価ボードを各種取り揃えています。
ロームでは、各種SiCパワーデバイスとSiCデバイス周辺ICを
ご評価いただくのに最適な評価ツールを取り揃えています。
ローム製の電源内蔵ゲートドライバICや
SiC MOSFETドライブ用AC/DCコンバータ制御ICなどを搭載し、
ロームのSiCパワーデバイスを容易に評価することが可能です。

■第4世代 SiC MOSFET ハーフブリッジ評価ボード      
P04SCT4018KE-EVK-001/P05SCT4018KR-EVK-001は、TO-247N/TO-247-4Lパッケージの
第4世代SiC MOSFETを評価可能な評価ボードです。
ゲートドライバや周辺回路を搭載しており、設計、評価の工数を削減することができます。

P04SCT4018KE-EVK-001 (TO-247N) 
P05SCT4018KR-EVK-001 (TO-247-4L)

P05SCT4018KR-EVK-001 Double Pulse Test 
(ROHM Solution Simulator)    
評価基板をモデル化し、第4世代SiC MOSFETのダブルパルステスト
環境をオンラインシミュレータに用意しました。
動作電圧・ゲート駆動回路・スナバ回路定数などによるスイッチング波
形をシミュレーションで評価可能とし、
実機評価の工数削減や寄生インダクタの影響評価などで活用いただ
けます。    

「SiC特設ページ」をご覧ください。
https://www.rohm.co.jp/products/sic-power-devices

[4th Gen SiC] D-001. P05SCT4018KR-EVK-001 Double Pulse Test    

https://www.rohm.co.jp/login?redirect=/solution-simulator/d-001_p05sct4018kr-evk-001_dpt_hs

● TO-247-4L ,TO-247N を評価可能
● 単一電源（+12V）で動作
● 最大 250A のダブルパルス試験
● 最大 500kHz のスイッチング動作
● 各種電源トポロジーに対応（Buck, Boost, Half-Bridge)

● 調整可能なゲート駆動用絶縁電源（正負）を内蔵
    （+12V～+25V, -4.5V～-2V）
●アクティブミラークランプ回路（ドライバ IC ビルトイン型）
●ゲートサージクランプ回路

SiC評価ボード

SiCデバイス周辺IC SiC Peripheral ICs SiC Evaluation Board

SiC Evaluation Board
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アプリケーション試験の環境

特 長

ロームのモータベンチ試験
ロームにおけるモータベンチ試験とは、単にモータの動的特性を測定するだけではなく、モータを駆動するゲートドライバやパワーデバイスの組み合わせで
駆動する、システム全体の特性を見るために使います。専用パソコンで、負荷モータのトルクや回転数のシーケンスを自由に設定でき、ゲートドライバや
パワーデバイスと試験モータを組み合わせて、様々な特性分析をおこない駆動デバイスの最適化を図っています。     

  

1． アプリケーション環境に近いシステムレベル回路でパワー半導体とICを一括検証可能    

2． 熱解析も含めたシミュレーションを実現    

3． シミュレーションデータをユーザー自身の開発環境に引き継ぐことが可能

「ROHM Solution Simulator」は、最新SiCデバイスやIGBTなどのパワー半導体と、駆動IC・電源ICなどのIC、シャント抵抗器などの
受動部品を、実際のアプリケーション回路に近い回路規模で簡単かつ高精度に検証することができます。   

デバイス単体だけでは見えない特性を周辺回路も含めて一括でシミュレーションすることが可能です。

「ROHM Solution Simulator」は、業界で幅広く実績を持つシーメンスEDA社製シミュレーションプラットホーム「PartQuestTM」を採用
しているため、「ROHM Solution Simulator」で実行したシミュレーションデータをお客様でお使いのPartQuest環境（ワークスペース）に
組み込むこともできます。       

また、「ROHM Solution Simulator」は、熱錬成解析も含め複合的に全体検証することができます。

ROHM Solution Simulator

「ROHM Solution Simulator」は最新パワー半導体と駆動ICを含めた
アプリケーション回路を一括検証できるWebオンラインシミュレーションです

サンプル注文STEP

4
外部SVCへの回路コピーSTEP

5

ソリューション回路を選択STEP

1

シミュレーション実行と
結果のモニタリング

STEP

3

デバイス選択と値変更STEP

2

「ROHM Solution Simulator」の使用イメージ

検証から購入まですばやく簡単に実施可能

ロームが作成した
ソリューション回路を選択します

ソリューションレベルでの
シミュレーション結果を
自由にプロットできます

シミュレーションした回路を
メンター社が提供する 

汎用のSVCツールへコピーできる
ため、ユーザ独自の
アプリケーション回路上で
シミュレーション可能です

ソリューション回路上で、 
デバイスの変更と、抵抗値などの 

値変更が可能です

サンプル注文のページへもリンクされており、 
簡単にサンプルを購入することができます

POINT1

データシートだけでは
分からない特性を検証

POINT2

実機動作に
マッチする

シミュレーション
結果

POINT3

すぐに使える
実用回路を
豊富に提供

ロームのモータ試験構成図

PartQuestTMは、シーメンスの登録商標です。
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LHRシリーズ/
LTR低抵抗シリーズ

高電力が必要なセットの電流検出用途に最適な「高い定格電力」「超低抵抗」が特長です。
抵抗体金属に高機能合金材料を採用したことで、低抵抗領域でも優れた抵抗温度係数(TCR)を達成しました。

トリミングレス構造により電流検出精度向上

優れた放熱性を実現 抵抗温度係数を低減

● 3W～15Wクラスの大電力

● 0.1mΩ～超低抵抗

● 凸型形状を採用

● 特殊合金の採用により低TCRを実現

● 最大10Wの大電力

● 特殊合金の採用により低TCRを実現

● 独自の新構造による優れた放熱性と
   優れた温度サイクル強度

抵抗体金属
(Ni-Cr/Cu-Mn系高機能合金)

電極(Cu) 電極(Cu)精密溶接部

インダクタンスが
大きいと高精度な
電流検出が困難

インダクタンス
成分軽減
検出誤差が
少なく、高精度

電圧

電流

電圧

電流

L dldt

従来構造(トリミングあり) PMRシリーズ(トリミングレス)

● 最大3Wクラスの大電力

● 豊富なサイズラインアップ

●ローム独自のトリミングレス構造採用

GMR100/10mΩ

+107℃

他社品/10mΩ

+140℃

■金属板 超低抵抗タイプ
    （PMRシリーズ）

■厚膜 低抵抗/長辺電極タイプ
    （LTR/LHRシリーズ）

■金属板 超低抵抗/高電力タイプ
    （PSRシリーズ）

■金属板 低抵抗/高電力タイプ
    （GMRシリーズ） 表面温度比較

精密溶接技術と
高機能合金で高電力化

超低抵抗領域でも優れた抵抗温度係数を達成

－55℃ +125℃ －55℃ +125℃ －55℃ +125℃
MCR18 LHR18LTR18

800

750

100

50

0

TCR ≦100ppm / ℃
を達成！

TC
R
 （
pp
m
/℃
）

MCR100 100mΩ × 2pcs
(6432 size Standard Product)

Short Terminal type

LTR100L 51mΩ × 1pc

(3264 size Standard Product)

Wide Terminal type

147.8˚C at 4W 130.7˚C at 4W

表面温度
上昇

17.1̊C 低減

*47mΩで比較

抵
抗
温
度
係
数

(p
p

m
/℃

)

250
200
150
100
50
0

‒50
‒100
‒150
‒200
‒250

Ave
Max
Min

+20ºC～+125ºC

PSR500PSR400

シャント抵抗器 
製品マップ

実装面積約56％低減

0.5

0.2

1

2

3

4

6

7

5

10

15

0 1 10 100 220 500 1,000

定
格
電
力（

W
）

抵抗値（mΩ）
0.50.1 0.3 2 3 5 50

シャント抵抗器 

電流検出用抵抗器 大電流セットでの電流検出用途に適応

UCRシリーズUCRシリーズPMRシリーズ

PMRシリーズ

PSRシリーズ

PSRシリーズ

PML
シリーズ

0.1mΩ to 3mΩ GMRシリーズ

GMRシリーズ

LTR/LHRシリーズLTR/LHRシリーズ

超

PSRPPSRP RPSRシリーズシリーズ
o 3Ω tΩmΩΩ.10.1mΩ to 3mΩΩΩΩ0.1mΩ to 3mΩ 

超 金属板 高電力

低抵抗

RMRRMMRRMMRMR ーズリーーシリ ズリシシシシリーズ

低抵抗 金属板 高電力

超
低抵抗

PMMPP LLLLPPPMPML
リ ズズーズシリシ ズズズシシリリリシシシシリーズ

超
低抵抗

金属板 長辺
電極

超
低抵抗

1 10
抵抗値（m

2 3 5

RRRR リーズシリリリリシシシシリーズ

1

RMMPMP RRMMMMPPMMPMRP RRMMPPPP RRPPMR

長辺
電極

超
低抵抗

金属板
低抵抗 厚膜 長辺

電極

低抵抗 厚膜 裏面
実装

ズズ
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4W (140˚C)

4W (140˚C)

3W (140˚C)

5W (130˚C)

5W (130˚C)

5W (130˚C)

5W (130˚C)

4W (115˚C)

3W (115˚C)

10W (120˚C)

10W (120˚C)

7W (120˚C)

7W (120˚C)

7W (120˚C)

6W (120˚C)

4W (115˚C)

☆：開発中  *端子温度ディレーティングによる保証

*端子温度ディレーティングによる保証

*1 (+20℃ to +60℃ ) *2 抵抗値ごとに開発スケジュールが異なります。別途お問い合わせください。

*(＋20℃ to ＋175℃)

PMR18

PMR01 PMR03 PMR10

PMR25

PMR50 PMR100

LTR100

LTR100L

LHR18 LTR10

LTR18
LTR50

LHRシリーズ/
LTR低抵抗シリーズ
LHRシリーズ/
LTR低抵抗シリーズ
LHRシリーズ/
LTR低抵抗シリーズ

PMRR188 PPMR25

PMR50 PMRR1000

LHR1R18

LTRR18

L

L

LTR50

0.3

0.5

1.0

2.0

3.0

0.2

0.3

0.5

1.0

2.0

3.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

2.0

−65 to +175

0 to +150

0 to +115

0 to +100

0 to +50

0 to +50

125±50

0 to +100

0 to +100

0 to +75

0 to +75

0 to +75

200±50

0 to +100

0 to +100

0 to +100

0 to +100

0 to +75

0 to +75

F (±1%)

F (±1%)

F (±1%)

PSR100

PSR400

PSR500

YES

YES

YES

品名

高電力金属板シャント抵抗器 /超低抵抗： PSRシリーズ
サイズ略称
mm(inch) 抵抗値許容差 抵抗温度係数*

(ppm/℃）
抵抗値
(mΩ)

使用温度
(℃)

車載対応
AEC-Q200

定格電力
(定格端子温度)

5mΩ

10mΩ to 220mΩ (E24 series)*2

5mΩ

10mΩ to 220mΩ (E24 series)*2

5mΩ

10mΩ to 100mΩ (E24 series)*2

−65 to +170

0 to +25

±25

0 to +25

±20

0 to +25

±25

F (±1%)

F (±1%)

F (±1%)

YES

YES

YES

GMR50

GMR100

GMR320

品名

高電力金属板シャント抵抗器： GMRシリーズ
サイズ略称
mm(inch) 抵抗値許容差 抵抗温度係数*1

(ppm/℃） 抵抗値範囲 使用温度
(℃)

車載対応
AEC-Q200

定格電力
(定格端子温度)

1005 (0402)

1608 (0603)

2012 (0805)

3216 (1206)

3225 (1210)

5025 (2010)

6432 (2512)

−55 to +155

0 to 200

0 to 150

±150

±100

±100

±100

±150

±100

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

10

10

0.2W

0.25W

J (±5%)PMR01

PMR03

PMR10

PMR18

PMR25

PMR50

PMR100

品名

高電力金属板シャント抵抗器 /超低抵抗： PMRシリーズ
サイズ略称
mm(inch) 抵抗値許容差 抵抗温度係数

(ppm/℃）
抵抗値
(mΩ)

使用温度
(℃)

車載対応
AEC-Q200

定格電力
（定格周囲温度70℃）

33mΩ to   39mΩ (E24 series) 
43mΩ to 270mΩ (E24 series)

300mΩ to 1Ω (E24 series)

10mΩ to 18mΩ (E24 series) 
20mΩ to 47mΩ (E24 series)
51mΩ to 91mΩ (E24 series)

0 to 300
0 to 200
0 to 150

1632
(0612)

1632
(0612)

2550
(1020)

3264
(1225)

1220
(0508)

−55 to +155

−55 to +155

−65 to +155

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

0 to 125
0 to 100
0 to   75

1.25W

0.5W

2W

2W

☆1W*

1W
☆1.5W*

4W* 
(110°C)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

D (±0.5%)

LHR18

LTR10

LTR10L

LTR18

LTR50

LTR100

LTR100L

品名

高電力厚膜シャント抵抗器 /長辺電極品・低TCR: LHRシリーズ/長辺電極品： LTR低抵抗シリーズ
サイズ略称
mm(inch) 抵抗値許容差 抵抗温度係数

(ppm/℃） 抵抗値範囲 使用温度
(℃)

車載対応
AEC-Q200

定格電力
(定格端子温度70℃)

47mΩ to 9.1Ω (E24 series)±150

±200 100mΩ to 910mΩ (E24 series)

33mΩ to 91mΩ (E24 series) 
100mΩ to 910mΩ (E24 series)

0 to 150
0 to 100

0 to 150
0 to 100

100mΩ to 180mΩ (E24 series) 
200mΩ to 910mΩ (E24 series)

100mΩ to 910mΩ (E24 series)0 to 100

10mΩ to 18mΩ (E24 series) 
20mΩ to 47mΩ (E24 series) 
51mΩ to 470mΩ (E24 series)

510mΩ to 1Ω (E24 series)

0 to 300
0 to 200
0 to 150

±100
0 to 300
0 to 200
0 to 150

±100

10mΩ to 18mΩ (E24 series) 
20mΩ to 47mΩ (E24 series)
 51mΩ to 91mΩ (E24 series)

100mΩ to 910mΩ (E24 series)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

0.5W

1W

1W

1W

2W

2012 (0805)

3216 (1206)

3225 (1210)

5025 (2010)

6432 (2512)

1W*

1.5W*

2W*

2W*

3W*

−65 to +155

−65 to +175

±100

±100

±75

±75

±150

±75

2

1, 2

1

1, 2

1, 2

YES

YES

YES

YES

YES

PMR10

PMR18

PMR25

PMR50

PMR100

品名

定格電力アップPMRシリーズ
サイズ略称
mm(inch) 抵抗値許容差 抵抗温度係数

(ppm/℃）
抵抗値
(mΩ)

使用温度
(℃)

車載対応
AEC-Q200

定格電力
（定格周囲温度130℃）

J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)
J (±5%)
F (±1%)

J (±5%)

F (±1%)

5025
(2010)

4W (90˚C),
3W (110˚C)

6432
(2512)

7W (70˚C),
5W (110˚C)

7142
(2817)

10W (70˚C),
7W (110˚C)

6432
(2512)

10×5.2
(3921)

15×7.75
(5931)

GMR50

GMR100

GMR320

PPMR03

8W (75˚C),

6W (75˚C),

4W (75˚C),

12W (75˚C),

10W (75˚C),

10W (75˚C),

8W (75˚C),

6W (75˚C),

5W (70˚C),

15W (75˚C),

15W (75˚C),

10W (75˚C),

10W (75˚C),

10W (75˚C),

10W (75˚C),

7W (70˚C),

G

PSR100

PSR500

PSR400

Resistors for Current Detection

UCRシリーズ

PMRシリーズPMRシリーズ

PSRシリーズPSRシリーズ

GMRシリーズGMRシリーズ

LTR/LHRシリーズ

GMGGG

GMR33GMR

Shunt Resistors

Shunt Resistor

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2, 3, 4, 5

☆
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生産システムの開発を自社で対応

「品質を第一とする」を企業目的に掲げるロームでは、

SiC生産においても垂直統合生産体制を確立しています。
2009年にはドイツのSiCrystal社をグループ企業に加え、
ウエハからパッケージの製造まで全てのプロセスで品質を高める活動を行っています。

世界に通用する製造技術力、安定した生産力に加え、コスト競争力を高め、

さらなる新製品の長期安定供給につとめていきます。

Silicon Ingot

SiCrystal社は2009年ロームグループ
の一員となったドイツのSiC単結晶ウエ
ハメーカ

シリコンのイン
ゴット引き上げか
らウエハを製造

シリコン原石シリコン原石

原材料からのこだわり

CSP、BGA、COF、スタックド
パッケージなど最先端のアッ
センブリ技術を提供

最先端パッケージ

SiCの高速性を活かす低インダク
タンスモジュールの設計と開発

低インダクタンスモジュールPhoto MaskCAD

ICチップデザインレイアウト
からフォトマスク製造まで一貫
した品質管理で高品質を追求

内製フォトマスク

Frame & Dies

内製金型・リードフレーム

Wafer

品質をつくり込む
ため、リードフレーム
打ち抜き用の金型、
モールドの金型を
内製化

シリコン
カーバイド

SiC

シリコン

Si 品質を重視した内製ローム
マシンによる高品質・大量・
安定生産

内製量産マシン

SiC独自のプロセスを組み
込んだ高品質プロセスライン

SiCプロセス

高品質・安定供給を約束する
垂直統合生産体制

Assembly Line

Wafer Process

Packaging
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SiCrystal社は、2009年よりロームグループの一員となった
欧州最大のSiC単結晶ウエハメーカです。
ドイツが1994年にスタートさせたSiC単結晶成長技術開発プロジェクトを礎として、
1997年に設立され、2001年よりSiCウエハの量産、供給を開始しています。
2012年には増産のため、ニュルンベルクの新工場へ移転しました。
「安定した品質」を企業目的とし、
SiC原料から結晶成長～ウエハ加工～検査までのウエハ一貫生産体制を築き、
1999年にISO9001を取得しています。

■ 製品：SiCウエハ

Nürnberg

SiCウエハ

最先端の結晶成長技術

SiCの場合 Siの場合

ISO9001を取得
■ SiCウエハ工程

SiCブールは、高温でSiC粉末を昇華させ、低温の種結晶上に結晶化させる
「改良レーリー法」を利用した結晶成長プロセスにより生み出されます。
従来のシリコン・インゴットは融液から結晶化させる液相成長であったのに対し、
昇華法は成長速度が遅く、結晶欠陥が起こりやすいため、結晶制御には繊細な技術が必要です。
SiCrystal社では、数値シミュレーションを駆使することで高度な結晶成長技術を実現しています。

SiCの粉末を昇華させて、種結晶
の表面に蒸着し、再結晶化させて
いきます。
プロセスが複雑でコントロールす
るのは難しく、液相成長に比べて
成長速度が遅いです。

種結晶の周りにSi融液が凝結し
て、液相成長します。結晶性がよく、
比較的に高速で成長できるのが特
長です。

断熱材

種結晶

水冷された
石英チューブ

水冷された
コイル 坩堝

SiC
粉末

温度
2,000～2,500℃

原理

温度
1,415～1,450℃

原理

結晶成長 外周研磨 フラット形成 スライス 端面処理・研磨・洗浄
2 4 531

150mm
（6inch）100mm

（4inch）3inch2inch
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ロームはパワーデバイスの素材としてSiCに早くから着目し、ユーザや大学などと連携しながら技術を蓄積してきました。
2010年4月、日本ではじめてSiCダイオード（SBD）の量産を開始。
12月には世界初のSiCトランジスタ(MOSFET)量産体制を確立しました。
そして、2012年3月“フルSiC”パワーモジュールの量産を世界で初めて開始しました。

SiCの先進性に着目、一歩進んだ  

2002～
SiC MOSFETの基礎実験を開始
（2002年6月）

SiC MOSFETの
プロトタイプを開発
（2004年12月）

2005～
SiC MOSFETをサンプル出荷
（2005年11月）

SiC MOSFETで世界最小の
オン抵抗3.1mΩcm2を発表
（2006年3月）

2007
ローム、京都大学、東京エレクトロンが
SiCエピ膜の量産技術を発表（2007年6月）

大電流のSiC MOSFETとSiC SBD

（ショットキーバリアダイオード）を試作。
300Aを実現（2007年12月）

2008
日産自動車とロームが新構造のSiCダイ
オードを開発（2008年4月）

世界最小のオン抵抗1.7mΩcm2のSiC

トレンチMOSFETを発表（2008年9月）

日産自動車がローム製のSiCダイオードを
使ったインバータを燃料電池車に搭載し
走行実験を実施（2008年9月）

本田技術硏究所とロームがハイブリッド車
向けにSiCパワーモジュールを試作
（2008年9月）

SiC素子を利用した高温パワー・モジュール
を試作し、250℃での動作デモを披露
（2008年10月）

20% Duty Cycle20% Duty Cycle

Max Temp = 250.8℃

80% Duty Cycle80% Duty Cycle

20% Duty Cycle

80% Duty Cycle

2009
SiCウエハメーカのSiCrystal社を
グループ会社に❸❸
（2009年7月）

世界初の低抵抗SiCトレンチ
MOSFETの大幅な大電流化を実現
（2009年10月）

1990～

2002
2005

2006

2009
2008

2007

2010
2011

2inch

3inch

ド車
作 ❶

ール
露❷❷

SiCに関する
技術動向

❷❷

❸
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研究開発で業界をリード

2012

SiC SBDとSiC MOSFETで
構成した、“フルSiC”パワーモジュールの
量産を世界で初めて開始❻❻
（2012年3月）

SiC MOSモジュールの量産を開始
（2012年12月）

車載向けSiC SBD製品の量産開始
(2012年9月)

2013
株式会社エネゲート、ローム、
関西電力の3社にてフルSiC

パワーモジュールを用いた
無停電電源装置を試作
(2013年6月)

2015
トレンチ構造
SiC MOSFETの
量産を開始
（2015年6月）

20% Duty Cycle

80% Duty Cycle

2010

SiCデバイスの一貫生産体制を確立。
SiC SBDの量産を開始
（2010年4月）

世界初、モータへの内蔵が可能なSiC

トレンチMOSFET、SiC SBDモジュー
ルの開発に成功
（2010年10月）

SiC MOSFETの量産を開始
（2010年12月）

2011
世界初、高温(225℃)で
動作するトランスファー
モールド型の
SiCパワーモジュールを開発❺❺
(2011年10月)

APEI(Arkansas Power 

Electronics International)と
ロームが高速・大電流（1000A級）の
SiCトレンチMOSモジュールを開発
(2011年10月)

2012
2013

2015

2020

4inch

6inch

2020
第4世代トレンチ構造
SiC MOSFET開発

世界初*

世界初*

で
ジ ル

世界初*

*ローム調べ

SiC SBDとSiC MOSFETでで

世界初世界界世界初初*

❺❺❺

❻❻❻❻❻

確立。
始❹

の内蔵が可能な

生産体制を確
始❹

貫生
開始
生
開始

世界初、モータへの

デバ
 SB

010年4月）

界初 モ タへの

バイスの一貫
SBDの量産を

SiC

SiC

（20

Cデ
C 

0

❹❹

To oTo To the future
the future
 tTTToTo ttthee futu e
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